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20 Jahre Erfahrung im Ofenbau -

Gero Hochtemperaturofen - Ihr Partner in der Kristallziichtung

Kristallziichtung in Sonderanlagen

Zonenschmelzen in Spiegeléfen

SYSTEMLOSUNGEN DURCH KOMPETENZ
INNOVATIV UND SICHER — OFENPROGRAMM:

Schutzgasumluftéfen bis 900°C
Warmerohréfen, Heat Pipes bis 1100°C
Retortenéfen und Warmebehandlungsanlagen  bis 1250°C
MIM/CIM-Ofen bis 1600°C
Keramikschmelzéfen bis 1600°C
Vakuum- und Schutzgaslétéfen bis 1600°C
Mikrowellentrocknungs- und Sinteranlagen bis 1700°C : -
Rohréfen bis 1800°C Kristallzlichtung -
Haubendéfen fiir Vakuum- und Schutzgasbetrieb bis 2200°C nach Bridgman oder
Czochralski- und Bridgman-Kristaliziehanlagen bis 2200°C Czochralski
Drucksinteréfen bis 2200°C

Kalibrierofen bis 3000°C

Kammerdfen fiir Vakuum- und Schutzaasbetrieb bis 3000°C

GERO Hochtemperaturéfen GmbH

Monbachstr. 5-7, 75242 Neuhausen

Tel.: ++49-(0)7234-95220, Fax.: ++49-(0)7234-5379
Internet: www.gero-gmbh.de
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Zum Titelbild

Abb.: SrLaGa04-Kristall, Zuechtungsrichtung parallel <001>, Laenge
70 mm

Inkongruente Schmelztemperatur 1516°C
Zuechtungsgeschwindigkeit: 1mm/h

Rotation: 15/min

Stickstoffatmosphaere

Wachstumsstationen eines inkongruent schmelzenden SrLaGa04-
Kristalls:

1. Zusammensetzung der Ausgangsschmelze zu dicht-am hoeher-
schmelzenden Produkt der peritektischen Zersetzung (Sr2LaGa05)
gewaehit:

= mehrphasiger Kristallanfang (SrLaGa04 + Sr2LaGa05)

2. Zusammensetzung der Schmelze hat sich durch das Kristallwachs-
tum in den zur Zuechtung geeigneten Bereich verschoben

=> phasenreiner SrLaGaO4-Kristall

3. Zusammensetzung der Schmelze hat sich durch das fortschreitende
Kristallwachstum bis hin zum Eutektikum verschoben

- mehrphasiges Kristallende (SrLaGa04 + SrLa2Ga207)

Publ.:

R: Uecker, P. Reiche, S. Ganschow, D.-C. Uecker, D. Schultze
Investigation of Crystal Growth of SrPrGaO; and SrLaGaOQ,
Acta Physica Polonica A, 92 (1997) 23-34

Editorial

Liebe Kollegen,

hier ist es also, das letzte DGKK-Mitteilungsblatt dieses
Jahrtausends, sozusagen das ,Milleniums-MB®. Nichtsdesto-
trotz verlief das vergangene halbe Jahr wohl fir die meisten
von uns eher ruhig, ohne grofe Tagungen mit allgemeiner
DGKK-Beteiligung.

Einige waren aber doch unterwegs: Herr Rudolph zeigt wieder
einmal mit seinem sehr informativen Bericht Uber die
amerikanische Kristallziichterkonferenz ACCGE-11, wie
nitzlich Konferenzberichte in unserem MB sein kénnen. Bei
solchen Darstellungen fuhit man sich auch als ,Daheimgeblie-
bener* gut informiert.

Da wir nicht die einzige Gesellschaft in Deutschland sind, die
sich um das Verstandnis des Kristallwachstums bemiiht, ist es
gut, sich Uber die entsprechenden Programme der Schwester-
gesellschaften zu informieren. Herr Klapper nutzt seine
Mitgliedschaft in der IUCr, um uns einen Einblick in die
kristallziichtungsrelevanten Aktivitdten dieser Organisation zu
geben und berichtet gemeinsam mit Herrn Rudolph lber die
Kristalizlichterschule der IUCr in Brasilien.

Nach den mir geschickten Berichten sind die Arbeitskreise der
DGKK lebendig und auch erfolgreich. Eindrucksvoll finde ich
die Arbeiten der Mitglieder des Oxid-Arbeitskreises. Vor
einiger Zeit war einmal beklagt worden, die aktive For-
schungstatigkeit auf dem Gebiet der Oxidkristalle finde nicht
den gebiihrenden Niederschlag in industrieller Tatigkeit. Mir
scheint, dal3 derzeit unsere kommerzielle Kristallzlichtung bei

Materialien fir optische Anwendungen aufgrund hoher
Kristallgualitat einen sehr guten Stand hat.

Fir den interessanten Fachartikel gilt der Dank Herrn Uecker
aus dem IKZ. Wegen der groBen Bandbreite ist auf dieses
Institut in Bezug auf diese Rubrik fast immer VerlaB. _

Die Verschiedenartigkeit der Motive, sich mit Kristaliziichtung
zu beschéftigen, spiegeit sich im Themenspektrum der an den
Hochschulen bearbeiteten Projekte. Davon zeugen die
Berichte' Gber Dissertationen, die ich dankenswerterweise
Ubermittelt bekam.

Auf der personellen Seite ist der Tod von Herrn Prof. Eysel zu
beklagen, der mehr als 25 Jahre Mitglied der DGKK war.
Hierzu gibt es in diesem Heft einen Nachruf von Herrn Kramer
aus Freiburg.

Ein Beleg fir die Attraktivitdt der DGKK ist die betrachtliche
Zahl von Neumitgliedern. Besonders freuen wir uns Uber zwei
neue korporative Mitglieder, den Firmen Impex und Steremat,
die in diesem Heft auch mit inseraten vertreten sind. An dieser
Stelle soll einmal den Inserenten des Mitteilungsblatts ein
herzlicher Dank ausgesprochen werden, die uns teilweise
schon seit Jahren eine wesentliche Stitze sind. Sollte bei
einer Anschaffung ein Inserat im Mitteilungsblatt eine Hilfe bei
der Entscheidungsfindung oder Lieferantensuche gespielt
haben, bitten wir Sie, dies den Firmen auch mitzuteilen, damit
klar wird, daB hier das richtige Forum fur Anbieter von
Kristallen oder Laborausriistungen ist.

SchlieBlich haben wir diesmal das MB als Mittel zur Ankiindi-
gung der nachsten Jahrestagung ER2000 in Erlangen und zur
Verteilung der entsprechenden Anmeldeformulare gewahit.

Ich hoffe, daB trotz aller Milleniums-Hysterie der Rutsch ins
nachste Jahrtausend flir Sie nicht schwieriger wird, als ein
ganz normaler Jahreswechsel und daB3 wir uns dann wieder
maglichst zahlreich auf unserer Tagung in Erlangen treffen.

Bis dahin alles Gute

Ihr Franz Ritter

Notizen des Vorsitzenden

Der diesjahrige Sommer verlief fir die Kristallzlichter etwas
ruhiger, wenngleich einige reiselustiger DGKKler sich den
interessanten Ausflug zu den Kakteen, ins weit entfernte
Arizona, zu einer gut gelungenen und typisch amerikanischen
Jahrestagung der AACG nicht haben entgehen lassen.

Doch jetzt mochte ich lhren Blick schon nach vorne ins
néchste Fruhjahr ausrichten, wo die DGKK Jahrestagung ER
2000 (20. — 22. Marz) in Erlangen stattfinden soll. Alle
erforderlichen informationen finden Sie in diesem Heft und
Uber die Tagungshomepage http:/iwwwe.ww.uni-
erlangen.de/CGL/DGKK2000.html im Internet.

Bereits heute méchte ich Sie im Namen aller Mitveranstalter
herzlich einladen, unsere Géste zu sein. Wir arbeiten emsig
daran, fiir Sie ein interessantes Programm in einem angeneh-
men Rahmen zusammenzustellen. Dabei hoffen wir auch sehr
auf eine aktive Teilnahme unserer Industriepartner.

Ob wir dabei allerdings einen DGKK-Preistrager prasentieren
kénnen, scheint nach dem kirzlich per e-mail erneut
ergangenen Aufruf des Preiskomitees eher fraglich. Fir mich
ist es schier unfaBbar, dafB in Deutschiand auf dem Gebiet des
Kristallwachstums und der Kristallziichtung tiber etliche Jahre
hinweg keine Arbeiten geleistet worden sein sollen, die es wert
waren, mit dem DGKK-Preis ausgezeichnet zu werden. Wenn
das wirklich zutrafe, entspréche dies ja dem o6ffentlichen
Bekenntnis einer gewissen Erfolgslosigkeit. Denkt man dies
konsequent weiter, kénnte man sich dann eigentlich auch
fragen, ob: denn die Fordergelder flr Arbeiten auf unserem
Fachgebiet richtig angelegt sind. Nicht auszudenken was
passierte, wenn ein AuBenstehender diese Situation als
gescheiterte ,innere Evaluierung” interpretierte.
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Etwas anderes liegt mir auch noch am Herzen. Friiher haben
sich einzelne DGKK-Mitglieder um die Verbreitung der Ziele
und Inhalte unseres Fachgebiets an Schulen gekimmert.
Leider ist das schon einige Jahre her. Inzwischen ist der
Mangel an wissenschaftlichem Nachwuchs so groB, daB wir
groBte Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter fiir bewilligte
Forschungsprojekte zu gewinnen. Ich bitte daher um Ideen
und aktive Mitwirkung, wie wir diesem Mangel entgegensteu-
ern kénnen. Bis zum Fruhjahr, beim Treffen in Erlangen,
sollten wir Vorschlage fiir Aktivitaten haben. Eine bewahrte
Méglichkeit ware das Abhalten von eintagigen Fortbildungs-
veranstaltungen fiir Gymnasiallehrer. Wie ware es z.B. mit
dem Thema ,Kristallisationsvorgédnge bei der Materialherstel-
lung“? Wer wére bereit, dabei ein Referat zu (ibernehmen?
Darf ich mit der Mitwirkung unserer Industriefirmen rechnen? —
Vielleicht sogar mit dem Angebot, den Veranstaltungsrahmen
zu stellen und eine Fihrung anzubieten?

Eine recht erfreuliche Entwicklung mdchte ich zum Schiuf3
noch hervorheben. Ich erhielt kiirzlich die Nachricht, daf3 in der
DGKK erste Gesprache iber die Einrichtung eines Arbeitskrei-
ses ,Wachstumskinetik® gefihrt werden. Wir dirfen gespannt
sein, was es auf der nachsten Jahreshauptversammlung im
Méarz in Erlangen dariiber zu héren gibt.

So — nun wilnsche ich lhnen fiir den restlichen Herbst noch ein
paar angenehme Tage, einen erfolgreichen Winter mit
schoénen Schneekristallen und einen guten Start ins Jahr 2000.

Ihr Georg. Miller

2. Mitteilungen der DGKK

Nachruf

auf Universitatsprofessor Dr.
Walter Eysel

Am 23. Oktober verstarb nach langer, schwerer Krankheit in
Heidelberg, wenige Wochen vor Vollendung seines 65.
Lebensjahres, unser langjdhriges Mitglied Walter Eysel. Er
wurde im Januar 1935 in Langenselbold, einem kleinen Dorf in
Hessen, geboren. Dort verbrachte er auch seine Kindheit und
die erste Schulzeit, das Gymnasium besuchte er im nahe
gelegenen Hanau. Nach seinem Abitur im Sommer 1955 fiel
es dem jungen Walter Eysel nicht leicht, sich fur ein Studium
der Mineralogie - und gegen ein Studium der Biologie - an der
Universitat Frankfurt/Main zu entscheiden, ein Problem, das er
mit der ihm eigenen Dynamik l&ste: die Mineralogie machte er
zu seinem Beruf, die Biologie zum Hobby.

Das Studium schloB Walter Eysel im Februar 1962 mit dem
Diplom in Mineralogie in Frankfurt/Main im Februar 1962 ab.
Er wechselte dann an die Technische Hochschule Aachen, wo
er als Assistent arbeitete, im Jahr 1968 zum Dr.rer.nat
promoviert wurde und sich anschlieBend 1971 fir das
Fachgebiet Mineralogie/Kristallographie mit dem Thema
“Strukturelle und  kristallchemische Beziehungen der
Verbindungen As[BX:] und Ay[BXs]” habilitierte. Danach
sammelte Walter Eysel ber ein Jahr lang berufliche Erfahrung
und personliche Eindriicke als Post-doc an der Pennsylvania
State University/USA, lehrte dann als Privatdozent an der TH-
Aachen und wurde daselbst 1974 zum a.o. Professor ernannt.
Sein bis dahin schon sehr erfolgreiches wissenschaftliches
Wirken und sein Engagement in der Lehre wurden 1975 mit
der Verleihung des Viktor-Moritz-Goldschmidt-Preises der
Deutschen Mineralogischen Gesellschaft gewirdigt. Im

November 1978 folgte er dem Ruf auf eine Professur fir
Kristallographie und Mineralogie an der Universitat Heidelberg.

Die wissenschaftliche Arbeit von Walter Eysel umfaBte ein
ungewohnlich breites Substanz- und Methodenspektrum:
physikalisch-chemisch mit den Schwerpunkten Synthese
multindrer oxidischer Verbindungen und deren Kristallchemie
unter bes. Beriicksichtigung der Verwandtschaftsbeziehungen
zu Mineralien, Verbindungen seltener Erden, aber auch
Baumaterialien wie Gips und Zement, und methodisch unter
anderem mit Prazisions- und HT-Réntgenpulverdiffraktometrie,
optischer Mikroskopie, Sinter- und Hydrothermalsynthese
sowie der Thermischen Analyse. Es ist ein herausragendes
Verdienst Walter Eysels, die Arbeitsgebiete Mineralogie und
Kistallographie mit der Thermischen Analyse intelligent und
duBerst wirkungsvoll kombiniert zu haben. Daraus resultiert
ein wesentlicher Teil seiner reichen wissenschaftlichen Arbeit,
dargestellt in ca. 100 Publikationen und vielen eingeladenen
Vortragen bei nationalen und internationalen Kongressen,
aufgrund derer sich Walter Eysel zusammen mit seinem
groBen personlichen Engagement und sympathischer
Kollegialitat national und international groBe Wertschatzung
erwarb. Zudem war er ein ausgezeichneter Hochschullehrer.
Dies wissen alle, die ihn persénlich kannten, und er bewies
dies immer wieder in seinen Lehrveranstaltungen und in der
Betreuung seiner iber 100 Diplomanden und Doktoranden.

Ende Wintersemester 1998/99 hat sich Walter Eysel aus
gesundheitlichen Griinden in den Ruhestand begeben.

Walter Eysel war engagiertes Mitglied in weiteren neun
wissenschaftlichen Gesellschaften, in denen er verantwor-
tungsvolle und arbeitsintensive Ehrenamter Ubernahm, so u.a.
im Vorstand der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft
(DMG), des International Centre for Diffraction Data (ICDD)
und der Gesellschaft fir Thermische Analyse (GEFTA);
weiterhin war er Repréasentant der DMG und DGK beim |ICDD
und Ehrenmitglied beim ICCD, sowie Mitorganisator mehrerer
internationaler Konferenzen.

Von der taglichen Arbeit und den ihm aufgegebenen Pflichten
hat sich Walter Eysel immer wieder bei seinem Hobby, der
Biologie, erholt. Mit Faszination und Bewunderung konnte man
seinen Erzahlungen {ber selbst organisiete Tauch-
Expeditionen in das Tanganyika-See Gebiet in Zentralafrika
und die dort erlebten Abenteuer, z.B. mit Krokodilen und
anderen Tieren, zuhoren. In dieser Region studierte Walter
Eysel ber viele Jahre hinweg das Leben der maulbriitenden
Buntbarsche und ziichtete diese in Aguarien zu Hause. Diese
Leidenschaft, deren Urspriinge auf seine Anfangsstudienzeit
zuriickgehen, machte den Mineralogen und Kristallographen
Walter Eysel zum Hobby-Zoologen und Autor einiger
Abhandiungen Uber die Buntbarsche, die in entsprechenden
Fachzeitschriften veréffentlicht sind.

Walter Eysel, Vater eines Sohnes und einer Tochter, durfte
bereits mit groBer Begeisterung auch GroBvaterpflichten
erfiillen und -freuden genieBen.

Wir verlieren mit Walter Eysel einen zuverldssigen Freund und
Diskussionspartner und einen hochgeschétzten Kollegen und
Hochschullehrer. Wir trauern mit seinen Angehdrigen und
werden stets gern an die gemeinsamen Zeiten mit ihm
zuriickdenken. Er wird uns fehlen.

Volker Kramer, Freiburg
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HIGH-TECH MATERIALS

Optical components

Sapphire, YAG, GGG, BaF;, CaF;, MgF:, LiF, Quartz,
Fused Silica, BK7, ZnSe, Several Glasses

Materials for solid - state laser applications

Nd:YAG, Yb:YAG, Er:YAG, Nd:YAP, Ruby, Nd:LSB, Alexandrite,
Forsterite, Ti:Sapphire, Nd (Er):Glass, Nd:YVO4, Nd:GGG, YLF

Electro- and acoustooptical crystals

KTP, BBO, LBO, LiNbO;, MgO:LiNbO;, LiTaO,,
PbMoOs, TeO2, BSO, BGO, BTO, Zn0O, GGG

Ceramics-and high precision components

Substrates, Wafer, Crucibles, Tubes, Mechanical comp.,
Composite materials for high temperature application

Shape grown “Stephanov” sapphire

All shapes, Tubes, Plates, Crucibles, Isolaters, Thread
guides, Boats, Envelops for thermocouples, Heat pipes,
Scanner windows and other

Other available materials and services

Crystal growth equipment, Electrical components,
Coating services (ITO and other), Vacuum components,
Know-how transfer, Synth. gemstones

IMPEX [HIGR = TECH

Dr. rer. nat. Helene Dyck, Hovesaatstralle 6, D-48432 Rheine
Phone: .49 (0) 5971 / 98 16 50, Fax: .49 (0) 59 71 / 98 16 59
http:// impex-hightech.de » e-mail: sales@impex-hightech.de
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Ankiindigung zur

30. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fiir
Kristallwachstum und Kristallziichtung (DGKK)

Erlangen, 20.-22. Mirz 2000

Veranstalter:
Institut fiir Werkstoffwissenschaften WW8/7, Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg,
im Auftrag der DGKK

Organisation:
Prof. Dr. G. Miller (Chairman), Prof. Dr. H. Strunk, Prof. Dr. A. Winnacker und Mitarbeiter

Sekretariat:
D. Heider, Tel. (09131) 8527729, Fax: (09131) 8528495, e-mail: dgkk2000@ ww.uni-erlangen.de

B. Wassermann, Tel. (09131) 8528600

Anschrift:
Prof. Dr. G. Miiller, DGKK-ER2000, Institut fiur Werkstoffwissenschaften WW8&
Universitat Erlangen-Nurnberg, Martensstr. 7, 91058 Erlangen

Tagungsort:
Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nirnberg, Hérsaalgebaude der Technischen Fakultat, Horsaal HY,
Erwin-Rommel-Str. 60, 91058 Erlangen

Tagungsdauer:
Montag, 20. Marz 2000, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 22. Mérz 2000, 12:30 Uhr

Programm:
Das Programm besteht aus Vortrédgen und Posterprisentationen aus den Gebieten Kristallwachstum und -herstellung
sowie Kristalleigenschaften und Charakterisierung, einschlieBlich aller dazugehérigen Hilfsstoffe und Gerate.

Zu folgenden speziellen Themen haben die genannten Sprecher ihre Teilnahme zugesagt:
« Materialaspekte der Kristallisation diinner Si-Schichten flr Photovoltaik und Dinnfilmtransistoren
(R. B. Bergmann, Universitat Stuttgart)

] Herstellung und Eigenschaften von Diamantschichten
(P. Koidl, Universitat Freiburg)
® Struktur und Bildung von Defekten am Beispiel von Gruppe llI-Nitriden
 (J. Neugebauer, Fritz-Haber-Institut, Max-Planck-Gesellschaft Berlin)
. Photonische Kristalle durch Selbstorganisation aus Kolloiden
(W. Richtering, Universitéat Freiburg)
. Silicium-basierende Heterobauelemente: Die monolithisch integrierbare Alternative im High-

Performance Sektor
(F. Schaffler, Universitat Linz)

. Materialaspekte bei Dunnschichtsolarzellen auf ClS-Basis
(H. W. Schock, Universitat Stuttgart)

° Metallorganische Gasphasenepitaxie von GalnN/GaN-Heterostrukturen fir optoelektronische Anwen-
dungen
(F. Scholz, Universitat Stuttgart)

. In-situ Beobachtung von Kristallwachstum mit Rastermethoden

(B. Vogtlander, Forschungszentrum Jilich)
Weitere Informationen zum Programm finden Sie auf der Tagungshomepage.
Industrieausstellung:
Wihrend der gesamten Tagung findet im Foyer vor dem Vortragssaal eine Industrieausstellung fir Geréate, Kristalle und

Hilfsstoffe statt. Interessierte Firmen wenden sich bitte an Dr. Jochen Friedrich, Fax: (09131) 8528495, E-Mail: jo-
chen.friedrich @ ww.uni-erlangen.de.
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Anmeldung:
Die Anmeldung zur Teilnahme sollte bis spéatestens 31. Januar 2000 erfolgen. Schicken Sie dazu das bei-
gefligte Anmeldeformular per Post oder Fax an die angegebene Adresse.

Tagungsgebiihren: 5
Mitglieder der DGKK DM 190,-- (220,--)
Nichtmitglieder DM 200,-- (230,-)
Studenten (Nachweis erforderlich!) DM 100,-- (130,--)
Begleitpersonen DM 80,-- (110,--)

Die genannten Gebiihren gelten bei Uberweisung bis 15. Februar 2000 (an DGKK ER 2000/ Dr. G. Frank,
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen, Konto 14118500, BLZ 76350000). Danach gelten die erhdhten Geblih-
ren in Klammern. In der Tagungsgebiihr enthalten sind der Tagungsband sowie die Kosten der Kaffeepau-
sen und der beiden Abendveranstaltungen.

Beitrage:

Es sind Beitrage in Form von Postern und Vortragen erwiinscht. Zur Anmeldung eines Beitrags nehmen Sie
bitte die entsprechenden Eintradge auf dem Anmeldeformular vor und senden bis spatestens 31. Januar
2000 eine Kurzfassung als Word-Dokument per E-Mail an die Adresse dgkk2000abstracts@ww.uni-
erlangen.de.

Fir die Kurzfassung sollten folgende Vorgaben eingehalten werden: Maximal 1 Seite A4, Word-Dokument,
Schriftart Times New Roman 12pt, mindestens 3cm Rand an allen Seiten, keine Seitennummer etc. Sie kon-
nen auch eine Word-Vorlage von der Tagungshomepage abrufen.

Preisverleihung an Nachwuchswissenschaftler fiir eingereichte Beitrdge:

Es wird fiir den jeweils besten Vortrag und das beste Poster ein Preis der Veranstalter an Nach-
wuchswissen-schaftler(innen) verliehen, d.h. an Autoren, die nicht viel dlter als 30 Jahre sind.

Die Auswahl trifft das Programmkomitee wahrend der Tagung.

Unterkunft und Anreise:

Buchen Sie Ihre Unterkunft bitte bis spatestens 25. Februar 2000 selbst (iber den Erlanger Verkehrsverein.
Fir den kostenlosen Zimmervermittiungsservice des Verkehrsvereins benutzen Sie bitte das beiliegende
Formular und faxen lhre Zimmerbestellung an (09131) 895151. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an tou-
rist@stadt.erlangen.de.

Detaillierte Informationen zu Unterkunft, Anreise und Giber Erlangen finden Sie auf der Tagungshomepage.

Rahmenprogramm:

Am 20. Marz 2000 wird abends im Rahmen der ersten Postersitzung ein Buffet gereicht, am 21. Marz findet
das Conference Dinner statt. Beide Mahlzeiten sind in der Tagungsgebhr enthalten.

Die Mitgliederversammlung der DGKK wird voraussichtlich am 20. Méarz, 18:00 Uhr, abgehalten.

DGKK-Arbeitskreis

,Herstellung und Charakterisierung von massiven Kristallen der Verbindungshalbleiter GaAs, InP
und SiC*:

Der Arbeitskreis findet am 22. und 23. Méarz 2000 in Erlangen direkt im Anschlu3 an die DGKK-Jahrestagung
statt. Informationen hierzu sind erhaltlich bei Herrn Prof. Dr. A. Winnacker, Fax: (09131) 8528495.

STICHTAGE:

31. Januar 2000 Anmeldeformular, Kurzfassung

15. Februar 2000 Uberweisung der Tagungsgebiihren
25. Februar 2000 Zimmerbestellung

20.-22. Marz 2000 DGKK-Jahrestagung

Aktuelle und ausfiihrliiche Informationen finden Sie immer auf unserer Tagungshomepage:

hitp://www6.ww.uni-erlangen.de/CGL/DGKK2000.htmi
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Anmeldung zur 30. Jahrestagung der DGKK

Erlangen, 20.-22. Mirz 2000
http:/iwww6.ww.uni-érlangen.de/CGL/DGKK2000.html

Bk Do R AnmeldeschluB:
rof. Dr. G. er

DCKK-ER2000 . 31. Januar 2000
Ins!:ltut fur WerkstoftW{gsenschaften WW6 Fax: (09131) 8528495
Universitit Erlangen-Niirnberg

Martensstr. 7 Bitte in Blockschrift ausfiillen
91058 Erlangen und Zutreffendes ankreuzen,

dann einschicken oder faxen.

Name, Vorname, Titel:

Institution:

Anschrift:

Telefon: Fax:

E-Mail:

O Ich nehme an der 30. Jahrestagung der DGKK teil.
O Ich melde folgenden Beitrag an: bevorzugt als O Poster O Vortrag

Autoren (Vortragenden unterstreichen):

Titel:

Die Kurzfassung zum angemeldeten Beitrag schicken Sie bitte per E-Mail als Word-Dokument an die Adresse
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Kristallziichtungsschule 2000

.Von der Physik des Kristallwachstums zum maBgeschnei-
derten Werkstoff* - zu diesem Thema soll vom 18. bis 29.
September nachsten Jahres die zweite nationale Schule fiir
Kristallzlichtung stattfinden. Es ist geplant, die Veranstaltung
an der BTU Cottbus durchzufuhren. Damit wird angeknipft an
die Kristallzlichtungsschule 1996 in Gosen bei Berlin, die nach
einhelliger Meinung der damaligen Schiiler und Lehrer ein
groBer Erfolg war und fortgesetzt werden sollte. Der Vorstand
der DGKK begrii3t das Vorhaben und hat seine Unterstiitzung
bereits zugesagt.

An deutschen Universitdten und Hochschulen gibt es zur
Kristallographie und zur Kristallzichtung eine Reihe von
Ausbildungsangeboten. Allerdings sind diese Disziplinen bei
den unterschiedlichsten Studiengangen angesiedelt und damit
haufig sehr speziell ausgerichtet.

Die geplante Schule méchte diesem Aspekt Rechnung tragen,
integrativ wirken und interessierten Studenten, Doktoranden
und Nachwuchswissenschaftlern eine breite Plattform fiir
Wissensvermittiung und Diskussion bieten. Ausgewiesene
Fachleute von Hochschulen und anderen Forschungseinrich-
tungen Deutschlands werden sowohl grundlegende Modelle
zum Kristallwachstum erldutern als auch Einblicke in die
Umsetzung dieser Prizipien an modernen Bauelementen
geben. Dabei reichen die Anwendungen von klassischen
Halbleiterwerkstoffen tiber Dielektrika bis zu Polymeren.
Organisiert wird die Veranstaltung wieder vom Berliner Institut
fir Kristallzichtung (IKZ), diesmal aber in Zusammenarbeit mit
dem Lehrstuhl fiir Angewandte Physik - Sensorik am Institut
fr Physik und Chemie der BTU Cottbus, mit dem Lehrstuhl fir
Kristallographie der Humboldt-Universitdt zu Berlin und mit
dem Institut fir Halbleiterphysik (IHP), Frankfurt/Oder. Somit
ist schon bei den Organisatoren eine inhaltliche Bricke von
der Kristallziichtung Uber die Charakterisierung zum
Bauelement gegeben, was im Programm der Schule zum
Ausdruck kommen wird. Mit der Wahl von Cottbus als
Schulungsort sollen auBerdem die materialwissenschaftlichen
Ausbildungsméglichkeiten an der BTU Cottbus einem
gréBeren Kreis von Interessenten bekanntgemacht werden.
Einen Einblick in die Forschungslandschaft von Berlin und
Brandenburg kénnen die Teilnehmer durch Exkursionen an
das IKZ und das Ferdinand-Braun-Institut fiir Hochstfrequenz-
technik (FBH) in Berlin sowie an das IHP in Frankfurt/Oder
gewinnen.

Fir die Vorlesungen, Seminare und abendlichen Diskussions-
runden konnte schon jetzt eine Reihe namhafter Hochschul-
lehrer und Industrieforscher gewonnen werden. Erfreulich ist
auch, daB einstige Schiiler von 1996 nun als Lehrer auftreten
werden. Detailliertere Informationen zum Programm und zu
Anmeldeformalititen werden im néchsten Mitteilungsblatt,
durch Aushé@nge an den Uni's und auf den Web-Seiten der
DGKK verdffentlicht. Anregungen - insbesondere Vorlesungs-
angebote und Themenwiinsche - nehmen die Organisatoren
gern entgegen. Die e-mail-Adressen boeck @ikz-berlin.de und
teubner@ikz-berlin.de stehen dafiir zur Verfilgung.

Torsten Boeck

Preis der DGKK
Liebe DGKK-Mitglieder,

darf ich nochmals daran erinnern, Vorschlage fir den

Preis der DGKK einzureichen {?

Wir hatten zweimal in den letzten beiden MB dazu aufgerufen;
leider ist die Resonanz nicht groB.Es kann doch aber nicht
sein, daB keine gute Leistungen auf dem Gebiet des

Kristallwachstums und der -zlchtung erreicht werden. Also,
geben Sie sich einen Ruck, geeignete Vorschldge einzurei-
chen.

Alle Einzelheiten sind im MB Mai/99 bzw. im Pkt. VIl (Anhang)
der Satzung der DGKK enthalten.

Eine Verlangerung der Vorschlagsfrist fir Verleihung noch auf
der nachsten Jahreshauptversammiung ist moglich vom
31.10.99 auf den 01.12.99.

Mit freundlichen GriiBen
Ihr Manfred Muhlberg

Senden Sie also begriindete Vorschlage an eines der
aufgefihrten Mitglieder des Preiskollegiums!

Dr. Holger Jlrgensen

AIXTRON AG

Kackertstr. 15-17

D-52072 Aachen

Tel.: 0241/89090; FAX: 0241/890940
E-mail: juer@aixtron.com

Prof. Dr. Manfred Miihiberg

Institut flr Kristallographie

der Universitat zu Kéin

Zilpicher Str. 49b

D-50674 Koéln

Tel.: 0221/470-4420; FAX: 0221/470-4963
E-mail: M.Muehlberg @ kri.uni-koeln.de

Prof. Dr. Helmut Wenzl

Institut flir Festkérperforschung
Forschungszentrum Jilich

D-52425 Jilich

Tel.: 02461/616664; FAX:02461/613916
E-mail: h.wenzl @fz-juelich.de

Dem Preistrager wird ein Hauptvortrag auf der néchsten
Jahrestagung eingerdumt.

Die DGKK im Internet

Die WEB-Seite unserer Geselischaft ist am IKZ in Berlin
angesiedelt und wird dort von Frau S. Bergmann betreut.

Ein ,Anklicken" und ,Ausprobieren” dieser Seite wird dringend
empfohlen. Das Medium Internet eignet sich besonders zur
Versorgung unserer Mitglieder mit aktuellen Informationen.
Beispielsweise ist der Tagungskalender dort besonders
angenehm zu bedienen, da er direkten Zugriff auf die den
einzelnen Tagungen zugeordneten E-Mail-Adressen und
WEB-Seiten bietet.

Besuchen Sie die Internet-Seite der DGKK!

Dort finden Sie Links auf alle interessantenn

Internet-Angebote unserer Gesellschaft.

Hier nochmals die Adresse:
http://www.ikz-berlin.de/~dgkk
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Mitteilung
LOGITECH APD2 Innenloch- und Peripherschnittsage

Die LOGITECH Ltd. stellt ihr neuestes Produkt fiir Anwen-
dungen im Bereich Halbleitertechnik, Optik und Optoelek-
tronik vor — die Prazisionssage APD2. Im herausragenden
Design, einsetzbar als Innenloch- und Peripherschnittsage,
wird sie ein prazises Werkzeug flir den Einsatz in Forschung
und Entwicklung darstellen und zwar tberall dort, wo hohe
Anforderung an die Schnittleistung definiert werden.

Es gibt ein weites Spektrum der Einsatzmoglichkeiten fiir
die APD2: Die Zunahme der Nutzung von Halbleiterver-
bindungen wie z. B. GaAs, InP, GaN und auch Si und Ge
bewirken eine Zunahme an Sageaufgaben bei Wafern bis
6 Zoll Durchmesser.

Im Bereich der Herstellung von Leuchtdioden miissen Sub-
strate aus GaN und Saphir als Wafer vorliegen. Das Her-
aussagen dieser Wafer aus dem Einkristall ist eine der wich-
tigsten Aufgaben fiir den Einsatz der APD2.

Bei Infrarot Komponenten missen Prazisionsschnitte - z.
B. bei Cadmium-Zink-Telluriden - durchgefiihrt werden oder
aber in der Lasertechnik bei SiC Substraten fiir den Einsatz
bei reflektiven Optiken.

In Anlehnung an die erfolgreich im Markt eingeflihrte APD1,
sind die Vorzlige der APD2 noch weitreichender. Proben
mit bis zu 78 mm Durchmesser kdnnen nun mit einem sehr
geringen Schnittverlust und einer niedrigen Oberflachen-
Rauhtiefe (typischerweise ca. 200 nm Ra) erzeugt werden,
und das nattirlich in einem vollautomatischen Prozess, bei
dem alle Schnittparameter mittels Software eingegeben
werden.

In der Peripherschnittkonfiguration kénnen Proben bis zu
einer GroRe vom maximal 6 Zoll Durchmesser zersagt wer-
den (sogenanntes Dicing). Haufig gewlinschtes Produkt sind
quadratische Siliziumplattichen mit einer Grofie von 1 — 2
mm im Bereich der Halbleitertechnik, wie auch prazise
Geometrien bei der Herstellung von akusto-optischen Bau-
teilen auf Lithiumniobatsubstraten.

Im linken Bereich der Maschinenvorderseite befinden sich
das Hauptdisplay und die Folien-Tastatur zur Eingabe der

Schnittparameter. Auf der rechten Seite — hinter der Abdeck-
haube — befindet sich der S&geraum mit dem x-y-Tisch; der
durch Schrittmotoren gesteuert wird. Die Zustellgenauigkeit
bei der Schnittdicke bzw. -weite betragt hierbei 5 um in x -
Richtung und 7,5 um in y - Richtung. Die variable Rotati-
onsgeschwindigkeit der Sageblatt-Antriebsachse von 100 -
3000 U/min und der variable Vorschub des x-y-Tisches zwi-
schen 0,005 mmy/sek und 2 mm/sek ermoglichen das Sagen
auch von extrem empfindlichen Werkstoffen (z. B. organi-
sche Kristalle).

Eine vollautomatische Umlaufkiihleinheit (Fllssigkeitsinhalt
25 |) ermdglicht die Kuhlung der Proben/Werkstlicke wah-
rend der Schnittdurchfiihrung, sodass keine temperatur-
abhangigen Verformungen bzw. Veranderungen auftreten
kénnen.

Fur die verschiedenen Sageprozesse und Probengeome-
trien stehen unterschiedliche, optional erhaltliche Proben-
halter zur Verfigung, so auch Vakuumhalter, die mit exter-
nen Vakuumanschlissen genutzt werden konnen oder Hal-
ter, die eine Hohenverstellung in z - Richtung mit einer Auf-
l6sung von 10 um ermoglichen.

Bei der APD2 handelt es sich um ein Standgerat, das auf
einem Rollcontainer aufgebaut ist. Im Container ist die
Umlaufkihleinheit untergebracht, und Stauraum fur Zube-
hér steht ebenfalls zur Verfligung.

In der Euro-Version wird die APD2 als 220 V/50 Hz Modell
ausgeliefert (110V/60 Hz optional). Sie entspricht natirlich
allen geltenden Euro-Normen bezliglich elektromagnetischer
Vertraglichkeit und Sicherheitsstandards. CE Kennzeich-
nung und Fertigung nach ISO9000 sind selbstverstandlich.

Diese Sage muss man einfach haben! Weitere Infos unter:

Struers GmbH, Produktbereich LOGITECH
Linsellesstrasse 142, 47877 Willich

Tel. (02154) 818-0, Fax (02154) 818-134

Email: verkauf struers@struers.de

Internet: www.struers.de bzw. www.logitech.uk.com
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3. Berichte aus den Arbeitskreisen

»Kristalle fir Laser und Nichtlineare Op-
tik*

Die Tagung des Arbeitskreises ,Kristalle fiir Laser und
Nichtlineare Optik“ fand vom 30.9. bis 1.10.1999 im Institut
fur Kristallographie der Universitat zu Kéln statt.

Da der Aufruf zu dieser Veranstaltung eine erfreulich groBe
Resonanz fand, konnten 22 Gaste und 19 Teilnehmer aus
KéIn begriiBt werden.

Die Teilnehmer im Uberblick:

Adw Budapest 1 Hartmann

DLR Kéln-Porz 1 Hildmann

ETH Lausanne 1 Scheel

FEE Idar-Oberstein |2 | Dupré, Rytz

IKZ Berlin 5 | Ganschow, Klimm, Reiche,
Uecker, Wilke

Korth-Kristalle Kiel 1 Richter

Schott ML 1 Wehrhan

Uni Bonn 1 | Haegele

Uni GieBen 1 Schwabe

Uni Hamburg 2 | Petermann, Peters

Uni Minchen 1 Barz

Uni Osnabrick 4 | Baumer, Hesse, Mendricks, Voigt

Uni Stuttgart 1 Paus

Uni Kéin 19 | Becker, Bohaty, Burianek,

Colakoglu, Dérfler, Esser,
Granzow, Haussiihl,

Held, Hellwig, Herth, Imlau,
Jensen, Mihlberg, Reuss,

Schmickler, Siegert, Théne, Wirth

Im folgenden werden kurz die Themen der Vortrige im
Uberblick und in chronologischer Reihenfolge wiedergegeben:

Dr.-Ing habil. H.J. Scheel (ETH Lausannne) hat in seinem
Vortrag “Striations: an intrinsic problem ?*gezeigt,
wie man Kristalle striation-frei zlichten kann.Da die Her-
kunft der striations alleine auf eine Veranderung der
Wachstumsrate, welche durch Temperaturfluktuationen
bewirkt wird, zurlickgefiihrt wird, kénnen nur unter quasi-
isothermen Bedingungen (im Rahmen der Nachweisgren-
ze) striation-freie Kristalle geziichtet werden.

Im Rahmen des Doktorandenforums, das Nachwuchswis-
senschaftlern die Méglichkeit geben soll, Aspekte ihrer
Arbeit mit den Zuhéremn zu diskutieren, wurde von Frau
Dipl.-Min. A. Thone (Universitat zu Kéln) in ihrem Vortrag
~Farbeffekte im KNbO;“ der Stand der Diskussion
um die Blaufarbung im KNbO; umrissen. Diese Blaufar-
bung des eigentlich farblosen und transparenten Materials
tritt unter bestimmten Zichtungsbedingungen auf, die
Ursache ist bisher allerdings nicht befriedigend geklart. In
der nachfolgenden Diskussion wurden viele Hinweise und
mdgliche Ursachen zusammengetragen.

Dr. V. Peters (Universitat Hamburg) hat in dem Vorirag
-Kristallziichtung hochschmelzender Sesqui-
oxide® die Fortschritte und Aussichten bei der Ziichtung
von Y203,8¢20; und LusO3 beschrieben. Diese in der RG

la3 kristallisierenden Materialien sind aufgrund ihrer ho-
hen Wérmeleitfahigkeit und ihrer Dotierbarkeit mit Selte-
nen Erden besonders fir Anwendungen in Hochlei-
stungslasern von Interesse. Bei Uber 2400 °C wird das
Material nach dem Bridgman-Verfahren in Rhenium-
Tiegeln hergestellt. Dabei konnten bereits Einkristalle mit
einer GréBe von mehreren cm® erzielt werden. Weitere
Versuche mit einem gekiihiten Keim sollen die Ergebnisse
weiter verbessern.

Dr. M. Burianek (Universitdt zu Kéin) gab in seinem
Vortrag ,Edelsteine in der Kristaliziichtung"”
einen Abri3 (ber die historische und technische Entwick-
lung der synthetischen Edelstein-Herstellung. Der Bogen
spannte sich von der historischen Bedeutung natiirlicher
Edelsteine Gber die Schwierigkeiten einer Definition des
Begriffs ,Edelstein" bis hin zu modernen und teilweise
geheimen Verfahren zur Herstellung von Rubin und
Smaragd. Mittlerweile sind natirliche von synthetischen
Steinen teilweise nur noch durch aufwendige Verfahren
zu unterscheiden.

Prof. E. Hartmann (Akademie der Wissenschaft Budapest)
ermoglichte in seinem Vortrag “Preparation and
properties of nonlinear borate crystals” einen
Einblick in die Aktivitaten seines Institutes. Dort werden
die ,klassischen" Borate wie 3-BaB»O: (BBOQ), LiB3Os
(LBO), LizB4O7 (LTB), CsLiBgO1o (CLBO) nach verschie-
denen Methoden (Bridgman, Czochralski, TSSG und
spontane Keimbildung) gezichtet. Dabei ging er auch auf
verwendete  Untersuchungsmethoden, insbesondere
Messungen der elektrischen Leitfahigkeit sowie
Atzverfahren ein. Als AbschluB stellte er kurz die Ent-
wicklung seines Institutes in den letzten 10 Jahren dar.

Frau Dr. P. Becker (Universitidt zu Kéln) berichtete in
inrem Vortrag ,Einkristallziichtung und Eigen-
schaften von Boraten" dann am Beispiel zwei
.neuerer' Borat-Verbindungen ( BiB3Os und LiGeBO.)
uber die Schwierigkeiten bei der Ziichtung aus hochvisko-
sen Schmelzen und Schmelzldsungen. Dabei wurde eine
erfolgreiche Strategie zur Lésung dieser Probleme er-
lautert.

Dr. R.U. Barz (Universitat Minchen) stellte in seinem
Vortrag ,Zichtung von $GaPO_4$-Einkristallen
aus Phosporsédure-reichen Ldésungen unter
hydrothermalen Bedingungen" das von ihm ange-
wendete Ziichtungsverfahren vor: In dickwandigen, abge-
schmolzenen Kieselglasampullen wird bei ca. 200°C mit
85 %iger HaPO4 unter Verwendung eines Keimkristalls in
horizontaler Anordnung gezlchtet. Die zukiinftigen Be-
strebungen bestehen darin, zu gréBeren Ampullen tber-
zugehen, um groBere Kristalle zu erhalten. Die dabei
auftretenden technischen Probleme miissen noch geldst
werden.

Dr. H. Wilke (IKZ Berlin) zeigte in seinem Vortrag
~EinfluB von Strahlung, Marangoni-Konvektion
und Meniskushéhe auf den Wdrmetransport
beim Czochralski-Verfahren" wie gut mittlerweile
die Zusammenhénge zwischen dem Warmetransport und
der Meniskushohe als 2-dimensionaler Schnitt in Modelle
gefasst und berechnet werden kénnen. Es stellt sich
heraus, daB bei steigender Meniskushéhe aus dem-
Marangoni-Wirbel zwei getrennte Konvektionswalzen
werden.

Dr. G. Wehrhan (Schott ML GmbH) berichtete in seinem
Vortrag ,Industrielle Kristallziichtungsaktivititen
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in Jena" Uber die im Bau befindliche Anlage bei Jena
zur Herstellung groBer CaFz-Einkristalle mit einem
Durchmesser bis zu 400 mm. Die Anlage ist darauf aus-
gelegt, die steigende Nachfrage nach CaF; fiir UV-
Optiksysterne in guter Qualitat zu decken. Nach einem
kurzen historischen Uberblick tiber die Kristallziichtung in
Jena von 1886 bis heute ging Dr. Wehrhan auch auf die
heutige Firmenstruktur der SML ein und stelite dann die
Methoden zur Kontrolle der Materialqualitit vor. Das
Material muf3 von hoher chemischer Reinheit und guter
Homogenitat sein, um immer gleiche Eigenschaften zu
gewahrleisten. Im Frihjahr 2000 wird die neue Fabrik in
Jena eingeweiht.

Ausfihrliche Abstracts kénnen im Internet unter
hitp:/lwww.uni-koein.de/math-nat-fak/kristall/ak\_oxid99.html
nachgelesen werden.

A.Théne, M. Mihlberg

»Intermetallische Verbindungen*

Am 07. und 08. Oktober 1999 fand am Lehrstuhl fir Experi-
mentalphysik |ll an der Universitat Augsburg das 3. Treffen
des Arbeitskreises ,Intermetallische Verbindungen” der DGKK
statt. Das Treffen mit 10 Spezialisten im Bereich der
Kristallzichtung  intermetallischer  Verbindungen  aus
verschiedenen Instituten fand auch groBes Interesse von
seiten der Universitdt Augsburg mit etwa 25 weiteren
Teilnehmern. Im ersten Teil des Vodragsnachmittags standen
hauptséchlich préparative Fragestellungen im Vordergrund
wéhrend im zweiten Teil Uber physikalische Messungen an
verschiedenen intermetallischen Systemen diskutiert wurde.
Einleitend informierte der diesjihrige Ausrichter des Treffens,
Herr Dr. Heuser (Universitat Augsburg), tber die im vergange-
nen Jahr neu in Betrieb genommene UHV-Kristallzuchtanlage
und die damit verbundenen wissenschaftlichen Projekte, die
derzeit im Vordergrund stehen. Im Mittelpunkt der Arbeit der
Gruppe steht die Herstellung und Untersuchung von
sogenannten Nicht-Fermi-Fliissigkeits-Systemen. Dies sind
intermetallische Verbindungen oder Legierungen, die als ein
Element meist Uran oder Cer enthalten, z.B. CeNixGes,
CeCussAgx oder UCus,Pd.. Ausgezeichnet sind diese
Verbindungen durch ihr anomales Tieftemperaturverhalten in
zahlreichen physikalischen GroBen, wie z.B. der spezifischen
Wéarme und des elektrischen Widerstandes. Der Praparation
dieser hochreaktiven Verbindungen kommt eine entscheiden-
de Rolle zu, da die beobachteten Eigenschaften empfindlich
von Unordnung, Verunreinigungen oder geringen Stéchiome-
trieabweichungen abhangen.

Im Langenbroich 20
D-52428 Jiilich

Telefon: 02461 - 9352 0
Telefax: 02461 - 9352 11

e-mail: Mateck.Schlich @ T-Online.De
http://www.mateck.de

Material-TechnoIogie

FGHSCBUMG ENTWICKLUNG und PRODUKTION

Unser Leistungsangebot:

Kristallziichtungen von Metallen
und deren Legierungen

Kristallpréaparation (Formgebung,
Polieren und Orientieren)

Reinstmaterialien (99,9 - 99,9999 %)

Substrate, Wafer, Targets
(SrTi03, Mg0, YSZ, NdGa03, Al,03, etc)

Auftragsforschung
fir Werkstoffe und Kristalle

Kristalle
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Herr Dr. Behr gab anschliessend einen umfassenden
Uberblick Uber die derzeitigen Arbeitsgebiete im Bereich der
intermetallischen Verbindungen und die angewandten
Kristallzuchtverfahren am IFW Dresden. Die konkreten
Forschungsgebiete wurden dann im Folgenden von Herrn
Bitterlich Uber Einkristallziichtung quasiquaterndrer Seltenerd-
Ubergangsmetall-Borokarbide und  Herrm  Graw  Uber
Einkristallzichtung von Seltenerd-Ubergangsmetall-Siliziden
vorgestellt. Prof. Assmus informierte Uber die aktuellen
Ergebnisse der Kristallzucht von CeCusSiz und YbInCus in
seinem Labor an der Universitat Frankfurt. Die Optimierung
der verschiedenen Kristallzuchtbedingungen zur Herstellung
dieser Materialien ist auf groBes Interesse gestoBen. Herr Dr.
Trovarelli vom MPI fiir chemische Physik fester Stoffe aus
Dresden berichtete Gber die Zichtung von Yb-haltigen
Einkristallen, die aufgrund des hohen Yb-Dampidrucks beim
Schmelzpunkt extrem schwer zu realisieren sind. Dabei stehen
auch die bereits oben erwahnten Schwere-Fermionen
Systeme im Vordergrund der Arbeit.

Zum ersten Mal nahm Herr Dr. Pfleiderer von der Universitat
Karlsruhe teil und berichtete Uber die geplanten Kristallzucht-
vorhaben im Gebiet der schwach ferromagnetischen
Verbindungen, wie MnSi und ZrZns.

Im zweiten Teil des Nachmittags, vom Veranstalter als
Aufgaben fir die Kristallzucht® deklariert, berichteten
Herr Nicklas, Frau Kémer und Herr Dr. Bittgen dber ihre
physikalischen Messungen an polykristallinen Systemen aus
dem Bereich der Nicht-Fermi-Flissigkeiten und erhielten
wertvolle Anregungen beziiglich der Probenherstellung ihrer
Materialien. Abschliessend stellten Herr Dr. Lichtenberg den
neu in Betrieb genommenen Spiegelofen zur Zichtung
Perovskit-verwandter Systeme und Herr Dr. Krug von Nidda
(beide Universitat Augsburg) ESR-Messungen an solchen
Ubergangsmetalloxiden vor.

Dieser rege Austausch zwischen Kristallziichtern und den
tbrigen Teilnehmern wurde im Anschluss an die Vortragsreihe
bei einer gemiitlichen Nachsitzung in der Augsburger
Gasthausbrauerei ,Konig von Flandern® forigesetzt. Am
Freitag folgte fiir die auswartigen Géste eine Besichtigung der
verschiedenen Kristallzuchtapparaturen, der Ultraschallmikro-
skopie und des Tieftemperaturlabors.

Das nachste Treffen soll im Oktober 2000 an der Universitat
Karlsruhe stattfinden. Kontakiperson ist wieder Dr. Gunter
Behr, IFW Dresden, Tel.: 0351-4659404, Fax: 0351-4659480,
e-mail: behr@ifw-dresden.de. Weitere Fachkollegen sind
herzlich willkommen.

Carsten Heuser

Herstellung und Charkterisierung von massiven
Kristallen der Verbindungshalbleiter GaAs, InP
und SiC

Hier fanden im Berichtszeitraum zwei Treffen statt. Der
Abdruck des jeweiligen wissenschaftichen Tagungspro-
gramms soll einerseits aufzeigen, daB3 es sich hier um einen
sehr aktiven Arbeitskreis handelt, andererseits aber auch
moglichen Interessenten zur Orientierung dienen. Zwischen
den Vortrdgen gibt es jeweils ausreichend Zeit flir Diskussio-
nen. Ferner bieten Kaffeepausen und das gemeinsame
Abendessen am ersten Tag des Treffens gute Moglichkeiten
far einen freien Meinungsaustausch.

Mit verschiedenen Baureihen
von MF- und HF-Generatoren
bietet HUTTINGER das ganze
Anwendungsspekirum der
Induktionserwérmung.

Generatoren fir die Induktionserwdrmung

Hiiftinger Elektronik GmbH + Co. KG
Elscisser Str. 8, D-79110 Freiburg, Germany
Tel.: +49-761-89 710, Fax: +49-761-89 71-150

email: info-ec @huetfinger.com
Internet: hitp://www, huetfinger.com

Anwendungsbeispiele: |

Kristallziehen

HUTTINGER

TRUMPF Grippe i i
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Frihjahrstreffen

(28. und 24. Marz 1999)

Ausrichter:

Universitat Erlangen Nurnberg

Institut fur Werkstoffwissenschaften

(Werkstoffe der Elekirotechnik)

Programmgestaltung:

Prof. Dr. G. Miiller
Prof.Dr. A. Winnacker

Institut fiir Werkstoffwissenschaften der

Universitat Erlangen Niirnberg.

Organisatoren am Ort

J. Stenzenberger, B. Birkmann, U. Sahr

Wissenschaftliches Tagungsprogramm:

(Jeweils 20-mindtige Vortrage mit anschlieBender Diskussion)

M. Naumann, J, Institut far Laserexperimente an

Donecker Kristallzdchtung Ausscheidungen in
Berlin s.i. GaAs

G. Gértner TU Bergakademie Untersuchungen zum
Freiberg C-,B- und O-Einbau
Inst. f. Exp. Physik s

Herbsttreffen

(27. und 28. Oktober 1999)

Ausrichter:

TU Bergakademie Freiberg

Institut flir NE-Metallurgie und Reinststoffe
Institut fir Experimentelle Physik

Freiberger Compound Materials GmbH

mit Sponsoring durch

GC+T , Gusset Consulting and Trading AG
Freiberger Compound Materials GmbH

Wissenschaftliches Tagungsprogramm:
(Jeweils 15-minitige Vortrage mit anschlieBender Diskussion)

Flade u. Mitarbeiter

Neues von Freiberger Compound
Materials

B. Birkmann, M. Rasp, M. Kurz,
G. Maller

VGF-ProzeBentwicklung mit Hilfe
inverser Modellierung: Vergleich
von

Simulation und Experiment

Th. Biinger, D. Behr, M. Jurisch,
Th. Steinegger, U. Kretzer, W.
Fliegel, B. Weinert, T. Flade, St.
Eichler

Herstellung von Si- und SC-GaAs
nach dem VGF-Verfahren unter
industriellen Randbedingungen

Ch. Frank, K. Jakaob, M. Neubert,
P. Rudolph, J. Fainberg, G.
Miller

Beispiele zur numerischen
Optimierung des VCZ-Verfahrens
von Sl-GaAs

Kristallen

W. Miller, U. Rehse

Strémungsberechnung bei der
VCZ-Zlchtung von GaAs

A. Croll

lHl-V-Kristallzichtung unter pg,
eine kurze Ubersicht (iber
bisherige

Ergebnisse und Erfahrungen

M. Rasp, B. Birkmann, G. Gartner,
G. Mller

Untersuchungen von Segregati-
onseffekten im Keimkanal bei der
VGF-Zichtung von Si-dotiertern
GaAs unter niedrigen Tempera-
turgradienten

G. Gartner, C. Gartner, B. Weinert

LVM-Untersuchungen zum
Defekthaushalt und zum
Kompensationsmechanismus
von Si-dotiertem VGF-GaAs

H. Ch. Alt

Vibronische Ubergange aus
thermisch angeregten Zustanden
des

Kohlenstoff-Akzeptors in GaAs

B. Wiedemann, H. Ch. Alt, J. D.
Meyer

C, N-und O, N-Korrelation in
GaAs

P. Wellmann, M. Bickermann, D.
Hoffmann, T. Straubinger, A.
Winnacker

Visualisierung des SiC-
Kristallzichtungsprozesses mittels
bildgebender

Réntgenverfahrenn

U. Kretzer, A. Kbhler, | Freiberger Compound | Galliumarsenid mit
A. Seidl, B. Weinert Materials GmbH reduziertem
Kohlenstoffgehait
J. Korb, M. Jurisch, B. | GGT Technologies ‘Stand der
Weinert (Ost) thermochemischen
Freiberger Compound | Rechnungen zum
Materials GmbH System Galliumarse-
nid-Boroxid-
Gasphase
K. Jakob, K. Bournot, | Institut fir Versuche zur
M. Czupalla, M. Kristalizlichtung Reduzierung der
Neubert, P. Rudolph, | Berlin Kohlenstoffkonzentra-
W. Ulrici tion in
VCz-Kristallen
B. Birkmann, G. Universitat Edangen- | Stand der Si-dotierten
Miller, M. Rasp Nirberg 3*-GaAs am
Inst. fur Werstoffwis- | Kristallabor
senschaften
M. Hermann TU Bergakademie Zielvorgaben von
Freiberg Automatisierungslé-
Inst. f. Automatisie- sungen mit
rungstechnik ganzheitlichem
Ansatz fur die VGF-
Zlichtung
U. Sahr Universitat Erlangen- | Z{chtung von 2*-InP-
Nirnberg Kristallen mit dem
Inst. fir Werstoffwis- | VGF-Verfahren
senschaften
T. Miiller Institut fir Medellierung des
Kristalizlichtung Temperaturfeldes und
Berlin der chemischen
Reaktionen bei der
Sublimationsziichtung
von SiC
J. Hartwig Eurepean Charakterisierung von
Synchrotron Radiation | Halbleiter-Scheiben
Facility mit Synchrotron-
strahlungs-
Réntgentopographie
I. Grant Wafer Technology Use of surface
Ltd. photoabsorption (spa)
in the study of
deoxidation of GaAs-
wafers
G. Zychowitz TU Bergakademie PICTS-Messungen an
Freiberg undotiertem GaAs
Inst. f. Exp. Physik - Probleme und neue
Ergebnisse -
W. Ulrici, B. Hubrich, | Paul- Drude- Institut | Di-Hydrogen Zentrum
M. Jurisch fur Festkorperelektro- | in GaAs
nik

D. Schulz, K. Irmscher, J. Bolle,
W. Eiserbeck, T. Miller, H.-J.
Rost, D. Siche, G. Wagner, J.
Wollweber

Untersuchungen zum Stickstof-
feinbau bei der Sublimations-
zlichtung von

6H-SIiC
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G. Bombach, S. Kitanov, E.
Buhrig

Chemische Analytik von SiC

E. Buhrig, H. Wenzl Neues vom Phasendiagramm

Gals

G. Kihnel, W. Siegel, Th.
Steinegger, G. Zychowitz

Nachweis tiefer Storstellen in Si-
GaAs mittels PICTS

Mikrowellen-detektierte
Photoleitungstopografie an SI-
Gals

J. R. Niklas

Struktur des interstitiellen
Sauerstoffs in GaP und GaAs

W.Ulrici, B. Clerjaud, D. Cote

P. Hiesinger, S. Miller, R. Stibal, | Automatisierte IR-
W. Jantz, D. Behr, U. Kretzer Absorptionstopographie von
GaAs-Substraten

J. Weber, V. Alex Upconversion,,-

Photolumineszenz in SI-GaAs

H. Boudriot Kompensationsvergange in

niederohmigem n-GaAs

R. Krause-Rehberg, J. Gebauer Charakterisierung von Defekten in
GaAs mit Hilfe der
Positronenannihilation

H. 8. Leipner Punktdefektatmosphére um

Versetzungen in GaAs

Contribution of the SEMI
International Standards Program
to Compound

Semiconducter Technology and
Marketing

C. Lee, W. Jantz

4. Kristallztichtung in Deutschland

Untersuchungen zur Kristallziichtung von
SrPrGaQ, -einem typischen Vertreter inkongru-
ent schmelzender Oxide

R. Uecker, P. Reiche, D. Klimm, S. Ganschow

1. Einflihrung

SrPrGaQy-Kristalle (SPG) sind Vertreter einer Gruppe von
Hochtemperatur-Supraleiter-Substraten, die als ABCOs-
Kristalle benannt werden (A = Ca, Sr, Ba; B = Y, Seltene Erde;
C = Al, Ga). Sie kristallisieren isostrukturell mit den HTSL in
einer Pseudoperowskitstruktur des KzNiF,-Strukturtyps. Die
besondere Eignung der ABCO4-Kristalle liegt in der gleichzeiti-
gen Erflullung mehrerer wichtiger Forderungen an HTSL-
Substrate begriindet: kleine Fehlpassung, leichte Substituier-
barkeit zur noch besseren Gitteranpassung, keine Phasenum-
wandiungen, geeignete thermische Ausdehnungskoeffizienten,
chemische Stabilitdt, geeignete dielekirische Eigenschaften,
unter 1900°C liegende Schmelztemperaturen.

ABCO.-Kristalle werden Ublicherweise nach der Czochralski-
Methode geziichtet. Bei den ersten Zichtungsversuchen zu
SPG wurden jedoch Wachstumsinstabilitdten beobachtet [1],
die mit inkongruentem Schmelzverhalten dieser Verbindung
erklart werden konnten [2].

Das Hauptproblem, inkongruent schmelzende Materialien der
Zichtung nach der Czochralski-Methode zugénglich zu
machen, besteht in dem Auffinden einer zur Zichtung
geeigneten Zusammensetzung der Ausgangsschmelze. Dies
wird deshalb noétig, weil bei inkongruent schmelzenden
Materialien die Zusammensetzung von Kristall und Schmelze
im Gleichgewichtszustand verschieden sind. (Auf die
Differenzierung zwischen Czochralski- und TSSG-Methode
wird hier nicht eingegangen, da einerseits inkongruente
Materialien aus einem self-flux wachsen, sie aber andererseits
mit Czochralski-typischen Wachstumsraten zlchtbar sind.)

Eine zur Kristallziichtung geeignete Schmelze liegt typischer-
weise zwischen der Zusammensetzung des Peritektikums und
des Eutektikums, wobei im Interesse hoher Ausbeuten
Zusammensetzungen nahe am Peritektikum zu bevorzugen
sind. Dabei ist auch bei komplizierten Mehrstoffsystemen die
Betrachtung als pseudobindres System Ldsungsmittel-
Geldstes zuldssig, da der Kenntnis der Loslichkeitskurve
(Liquiduskurve) der zu kristallisierenden Phase und des
Stabilitatsbereiches  dieser Phase die entscheidende
Bedeutung zukommt [3].

Einige inkongruent schmelzende Materialien werden aber
auch - nicht typischerweise- aus Schmelzen geziichtet, deren
Zusammensetzung zwischen Kristall und Peritektikum liegt.
Hier findet die Kristallisation im metastabilen Gleichgewicht
zwischen unterkiihiter Schmelze und angestrebter Phase, ggf.
sogar oberhalb der inkongruenten Schmelztemperatur statt [4].

2. Optimale Ziichtungsbedingungen und erreichte
Kristallparameter fiir SPG

In der Tabelle sind die durch Versuchsreihen ermittelten
Ziichtungsbedingungen aufgefiihrt, die sich als optimal fir
hohe Kristallperfektionen und maximal erzielbare Ausbeuten
erwiesen. Vom (blichen Standard weicht nur der Einsatz des
aktiven Nachheizers ab, der dhnlich flache Temperaturgra-
dienten im Zichtungsraum ermdéglicht wie ein aus massiver
Keramik bestehender passiver Nachheizer. Im Gegensatz zu
letzterem zeichnet sich aber ein aktiver Nachheizer durch eine
geringe thermische Tragheit aus, die wiederum eine
vergleichsweise  unproblematische  Automatisierung des
Ziichtungsprozesses ermoglicht.

Zichtungsparameter
Ausgangsschmelze [g] 140
Ziehgeschwindigkeit [nm h™] 10,7
Rotation [min’'] 10-15
Abkiihlung auf RT [h] 15
Atmosphére N2 mit 300/h
Kristallparameter

Orientierung <100>
Lénge [mm] 50
Durchmesser [mm] 18
Masse [g] 50
Ausbeute [%] 35

3. Zusammensetzung der Ausgangsschmelze
Erwartungsgemaén erlaubte der Zichtungsversuch aus der
stochiometrisch zusammengesetzten Schmelze kein
Wachstum der reinen SPG-Phase. Vielmehr kristallisierte ein
mehrphasiges Gemisch. Generell geht man bei der Suche
nach der geeigneten Zusammensetzung der Ausgangs-
schmeize von Gaz0s-haltigen Mehrkomponentensystemen
zuerst in Richtung héherer Ga-03-Gehalte, da diese
Komponente bevorzugt zur selektiven Verdampfung neigt.
Auch im Fall von SPG flihrte eine Zusammensetzungsver-
schiebung in Richtung Gaz0; zu einer Schmelze, die das
einphasige Wachstum von SPG erlaubte. Bei einer Erhéhung
des Gaz0z-Anteils von 25 auf 26,25 mol% und einem
konstanten SrO : Pr2Os-Verhaltnis von 2:1 wuchs erstmals ein
Einkristall. Die Bestimmung der Ga:03-Verdampfung zwischen
Aufschmelzen und Zichtungsbeginn bewies aber, dafB dieser
UberschufB nicht durch Verdampfung wieder riickgangig
gemacht wurde, d.h. die zur Zichtung eingesetzte Schmelze
war nichtstochiometrisch.

Der erhaltene Einkristall war transparent, enthielt aber eine
Vielzahl von Ausscheidungen und Spriingen. Offensichtlich
konnte man diese Zusammensetzung noch nicht als optimal
ansehen. Deshalb wurde die Schmelzzusammensetzung
weiter variiert. Dabei stellte sich ein kleines Gebiet im ternaren
System SrO - Prz03 - Gaz03 als zur SPG-Zlchtung geeignet
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heraus, das als Streifen beschrieben werden kann, der durch
SrO - Ga;03- Verhéltnisse von 1,84 und 1,68 begrenzt ist
(Abb.1). Die laterale Ausdehnung dieses Streifens wurde nicht
ausgelotet, da die Eignung der Schmelzen fiir gute Kristall-
perfektion und -ausbeuten inmitten dieses Gebietes (48,10
mol% Sr0, 25,65 mol% Pr:03 und 26,25 mol% Ga:0; -kleines
Quadrat) am besten war.

Um die Kristallperfektion noch weiter zu verbessermn, wurde ein
Zichtungsversuch in zweiter Generation durchgefihri, bei
dem einkristallines Material als Ausgangsmaterial eines neuen
Zlchtungsexperiments eingesetzt wird. Aus dieser Schmelze
lieB sich jedoch kein Einkristall wieder ziichten. Weit oberhalb
der Schmelziemperatur von SPG kam es bereits zur
Erstarrung eines mehrphasigen Gemisches. Das bedeutet, die
Zusammensetzung des SPG-Kristalls mufB3 auBerhalb des zur
SPG-Zichtung geeigneten Schmelzzusammensetzungsberei-
ches liegen. Zum Beweis dieses Befundes wurde die
Kristallzusammensetzung mittels Neutronenaktivierungsanaly-
se ermittelt (Herzlicher Dank an Herrn Dr. Th. Woike,
Universitat Kéin). Danach kristallisiert SPG in nichtstéchiome-
trischer Zusammensetzung mit der Summenformel
Sry07Pr1Gag 9202065 (Fehler +/-1%). Die deutlich voneinander
verschiedenen Zusammensetzungen von Kristall und
geeigneter Schmelze (obige Zusammensetzung ist nach dem
Scheitern der Ziichtung in zweiter Generation als optimal
anzusehen) sind ein zwingender Hinweis auf das inkongruente
Schmelzverhalten von SPG. Dabei liegen Kristall und
Schmelze sehr nahe am (pseudo)bindren Schnitt SrO -
PrGa0; des ternaren Phasendiagramms SrO - Pr20; - Ga:0s.

Pr,0,

Bild 1: Bereich der zur SPG-Ziichtung geeigneten
Zusammensetzungen der Ausgangsschmelzen im
terndren Phasendiagramm (Ausschnitt)

4. DTA-Untersuchungen

Zum Nachweis des inkongruenten Schmelzverhaltens von
SPG sind sowohl ein SPG-Kristall als auch eine Schmelze der
optimalen Zusammensetzung mittels DTA untersucht worden
(Herzlicher Dank an Herrn Dr. D. Schultze, BAM Berlin). Die
Messungen wurden im Argonstrom vorgenommen.

ENGELFHARD-CLAL

Fiir die Einkristallziichtung:

Laborgerite aus Platinlegierungen:

Tiegel aus Platinwerkstoffen,
Iridiumtiegel verschiedenster Abmessungen

Temperaturmesstechnik:
Thermodrihte /-elemente fiir Hochtemperatur,

Mantelthermoelemente

in Standardabmessungen und nach
Kundenspezifikation, Platingerite fiir die RFA

Edelmetallhalbzeuge:
Bleche, Binder, Rohre, Drithte;
Sonderlegierungen, Platin-Feinkornwerkstoffe

EDELMETALLTECHNOLOGIEN FUR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

ENGELHARD - CLAL Deutschland GmbH - Lise Meitner-Strasse 7 - 63303 Dreieich
Tel.: 06103 / 9345-0 » Fax: 06103 / 34787 » www.engelhard-clal.de
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Zwar bevorzugt man wegen der oft zu beobachtenden
Zersetzung des Gallats zu niederwertigen Galliumverbindun-
gen und/oder metallischem Gallium bei galliumhaltigen
Verbindungen Messungen an Luft, die jedoch hier zu
deutlichen reversiblen Massezu- und -abnahmen beim
Schmelzen und Erstarren fihrten. Diese Masseveranderungen
traten bei Messungen in Inertatmosphére nicht auf, so daB sie
einer Aufnahme bzw. Abgabe von Sauerstoff zugeschrieben
werden konnen, die zu zusatzlichen, nicht zum eigentlichen
Schmelz- bzw. KristallisationsprozeB gehérenden thermischen
Effekien flihren wiirden.
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Bild 2: DTA-Aufheizkurven des SPG-Kristalls

Diese DTA-Aufheizkurven zeigen das typische Erscheinungs-
bild eines inkongruent schmelzenden Materials: Beim 1.
Aufschmelzen des Kristalls (H1) zerfallt SPG bei etwa 1460°C
in eine fliissige Phase und das héherschmelzende Produkt der
peritektischen Zersetzung, das bei 1522°C vollstéandig
aufgeschmolzen ist. Bei der Erstarrung kristallisiert zusétzlich
neben beiden Phasen ein Euteklikum, da es durch die Bildung
des hoherschmelzendes Produkies der peritektischen
Zersetzung zu einer Verschiebung der Zusammensetzung der
flussigen Phase gekommen war. Ab 2. Aufheizen (H2-H3)
zeigen dann alle DTA-Kurven denselben Verlauf: Zuerst
schmilzt bei ca. 1425°C das Eutektikum mit einem flachen
Effekt, dem sich der ausgeprégte Schmelzpeak des SPG
anschlieBt und dem wiederum das Auflésen des héherschmel-
zenden Produktes der peritektischen Zersetzung folgt.

Auch die DTA-Messkurven eines Sinterproduktes mit der
optimalen = Schmelzzusammensetzung zeigen das zu
erwartende Bild einer zur Zichtung geeigneten Schmelze
(Abb.3).
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Bild 3: 4. Aufheizkurve der SPG-Ausgangsschmelze

Da bei den ersten drei Zyklen noch Effekte auftraten, die mit
der Anwesenheit von Pr'*-lonen zusammenhéngen, wird hier
der 4. Zykius ausgewertet. Die DTA- Aufheizkurve zeigt zuerst
das Aufschmelzen des bekannten Eutektikums und anschlie-
Bend das Aufschmelzen der SPG-Phase. Da die gewahlte
Schmelzzusammensetzung korrekierweise zwischen
peritektischer und eutektischer Zusammensetzung liegt, wird
hier kein hoherschmelzendes Produkt der peritektischen
Zersetzung beobachtet.

Sowechl die DTA-Messergebnisse an der Kristallphase des
SPG als auch der einzusetzenden Schmelze bestatigen damit
das inkongruente Schmelzverhalten von SPG. Folgende
Effekte sind nun fiir SPG festzuhalten:

Schmelztemperatur des Eutektikums:  1425°C
Inkongruente Schmelztemperatur: 1460°C
Liquidustemperatur: 1522°C

5. Lokalisierung des Wachstumsprozesses von SPG

Die Lage der Zusammensetzungen von Kristall und Schmelze
nahe am (pseudo)binaren Schnitt SrO - PrGaOs des terndren
Phasendiagramms SrO - Pr:O3 - Gax03 legt nahe. daB die
Verschiebung der Schmelzzusammensetzung durch den
KristallisationsprozeB in Richtung PrGaOs; erfolgt. Das
bedeutet, in dieser Richtung ist auch das Eutektikum zu
erwarten. Seine Komponenten wurden mittels Rontgenpul-
veranalyse ermittelt (Herzlicher Dank an Frau D.-C. Uecker,
ACA-Berlin): Es handelt sich um ein terndres Eutektikum, das
aus der SPG-Phase, dem Melilith SrPrGaz0; und PrsGa:0q
besteht. Die beiden letzteren Verbindungen waren bisher
unbekannt. Die Strukturuntersuchungen dieser Isotype der
entsprechenden lanthanhaltigen Verbindungen erfolgte an der
Universitat Hannover (Herzlicher Dank an Herrn Prof.Dr. J.-Ch.
Buhl) [5]. Dieses Eutektikum war immer dann zu beobachten,
wenn eine Ausgangsschmelze mit einem SrO - Gaz0s-
Verhaltnis < 1,68 gewéahlt worden war, wenn der Kristallisati-
onsprozeB zu lange dauerte (Abb.4) und in allen Restschmel-
zen.

Bild 4: Erstarrung von Eutektikum am Kristallende
(Kristalldurchmesser 18 mm)

Durch Rontgenpulveranalyse der Restschmelze und durch
DTA-Untersuchungen einer Gemischreihe wurde festgestellt,
daf dieses Eutektikum ebenfalls sehr nahe an obigem Schnitt
bei etwa 45 mol% SrO liegt.

Das héherschmelzende Produkt der peritektischen Zersetzung
wurde als die bisher unbekannte Verbindung Sr.PrGaOs
identifiziert. Auch sie ist ein Isotyp der entsprechenden
Lanthanverbindung SrsLaGaOs. lIhre Strukturuntersuchung
wurde ebenfalls an der Universitat Hannover vorgenommen
[6]. Wie zu erwarten, liegt sie (genau) auf dem bekannten
(pseudo)bindren Schnitt SrO - PrGaOs. Bedingt durch die
Verschiebung der Schmelzzusammensetzung in  Richtung
geringerer SrO-Gehalte infolge des Ziichtungsprozesses hat
sie einen deutlich hoheren SrO-Gehalt als der SPG-Kristall.
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Diese Phase trat dann zu Beginn des Kristallwachstums auf,
- Gaz03-Verhaltnis von 1,84 Uberschritt (Abb.5).

I ' |

Bild 5: Erstarrung des héherschmelzenden Produktes der
peritektischen Zersetzung zu Ziichtungsbeginn (Kristall-
durchmesser 18 mm)

Durch die nun verfligbaren Informationen laf3t sich der Ablauf
der Kristallisation von SPG wie folgt auf dem (pseudo)binaren
Schnitt SrO - PrGa0; des terndren Phasendiagramms SrO -
Prz0; - Gaz0; darstellen:

Bild 6: Ablauf der Kristallisation von SPG

Durch die Identifizierung der bisher unbekannten, die
Kristallisation von SPG begleitenden Verbindungen erweitern
sich die Kenntnisse des ternaren Phasendiagramms SrO -
Pr20; - Gaz03 wie folgt:
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Bild 7: Kenntnisstand zum ternaren Phasendiagramm SrO-
Przo:g-Gazo; [mol%]

wenn die Zusammensetzung der Ausgangsschmelze das SrO
6. Zusammenfassung
Aus den Erkenntnissen zum Wachstum von SPG lassen sich
folgende Verallgemeinerungen fir die Zichtung und das
Wachstum inkongruent schmelzender Oxide ableiten:
a) Feststellung des inkongruenten Schmelzverhaltens
Indizien aus dem Wachstumsproze:
- Zusammensetzung von Kristall und zur Zichtung
geeigneter Schmelze schlieBen einander aus

nicht in zweiter Generation ziichtbar
Beweis:

DTA-Untersuchungen
b)  Aufklarung des Kristallisationsprozesses

Auffinden der zur Zichtung geeigneten Schmelzzusam-
mensetzung (sie liegt bezogen auf die Kristallzusammenset-
zung in entgegengesetzter Richtung zum hoherschmelzenden
Produkt der peritektischen Zersetzung, das bei Ziichtung aus
einer Schmelze mit Kristallzusammensetzung primar erstarrt)
- |dentifizierung der Kristallzusammensetzung

Identifizierung des hoherschmelzenden Produktes der
peritektischen Zersetzung
- ldentifizierung der Komponenten des Eutektikums
¢) Beitrage zum Phasenbestand bisher unbekannter
Systeme

Referenzen:

[1] M. Sasaura und S. Miyazawa, J. Cryst. Growth 166 (1996)
825

[2] R. Uecker, P. Reiche, S. Ganschow, P.-M. Wiide, D.-C.
Uecker, H. Worzala und D. Schultze, J. Cryst. Growth 174
(1897) 320

[3] K.-Th. Wilke und J. Bohm, Kristallzlichtung, Deutscher
Verlag der Wissenschaften, Berlin 1988, S. 956

[4] R. Uecker, P. Reiche, S. Ganschow, D.-C. Uecker und D.
Schultze, Acta Physica Polonica A 82 (1997) 23

[5] Th. M. Gesing, R. Uecker und J.-Ch. Buhl, Z. Kristallogr.
NCS 214 (1999) 429 und 431

[6] Th. M. Gesing, R. Uecker und J.-Ch. Buhl, Z. Kristallogr.
NCS 214 (1999) 430



Der Druckfehlerteufel hat diesmal auf der Datenautobahn
zugeschlagen und das Bild Nr. 6 auf Seite 19 falsch verknipft.
Das Diagramm muss selbstverstindlich wie folgt aussehen:
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Kristallziichtung an Hochschulen

Chalkopyrithalbleiter: Der intrinsische Defekthaus-
halt von CulnSe; und daraus resultierende elektri-
sche Eigenschafiten

Bernd Eisener, Betreuung durch Prof. G. Muller

Universitat Erlangen-Nirmberg, Institut flir Werkstoffwissen-
schaften WW8, Kristallabor
Martensstrasse 7, 91058 Erlangen

Email: bernd.eisener@ww.uni-erlangen.de

Der Chalkopyrithalbleiter CulnSez (CIS) ist aufgrund seines
hohen Absorptionsvermdgens und einer Bandliicke von ca.
1eV fir den Einsatz als Absorbermaterial in polykristallinen
Diinnschicht-Solarzellen in jungster Zeit in den Mittelpunkt des
technischen Interesses gertckt. Das Potential dieser CIS-
Technologie liegt in einem geringen Materialbedarf fur die nur
ca. 1pm dicke Absorberschicht, sowie niedrigen Herstellung-
stemperaturen, die es erlauben kostenglnstiges Floatglas als
Substratmaterial zu verwenden. Dinnschicht-Solarzellen
basierend auf CulnSe;, wurden im LabormaBstab bereits mit
Wirkungsgraden von nahezu 19% realisiert. Bei der kiinftig
angestrebten Skalierung auf groBe Flachen stellen sich
verschiedene Probleme. Zum Beispiel ist die komplexe Folge
der Phasenbildungen wahrend der Herstellung sowie die
daraus resultierenden elekirischen Eigenschaften noch nicht
ausreichend verstanden. Da bekannt ist, daB3 CulnSe; einen
groBen Existenzbereich besitzt (Ausdehnung bei Raumtempe-
ratur: ca. 1At%), muBB bei diesem Material mit starken
Unterschieden im intrinsischen Defekthaushalt in Abhéngigkeit
der Phasenbildung bei der Diinnschichtherstellung gerechnet
werden. Der hieraus resultierende EinfluB auf die elekirischen
Eigenschaften von CulnSe; ist Gegenstand einer seit ca. 2
Jahren laufenden Promotionsarbeit.

Eine grundlegende Voraussetzung zur Untersuchung des
intrinsischen Defekthaushaltes von CulnSe: ist es, wohl
definiert die Zusammensetzung des Materials an unterschied-
lichen Positionen auf dem Rand seines Existenzbereiches
einzustellen. Da CulnSe; ein inkongruentes Schmelzverhalten
aufweist, laBt sich dieses Ziel nur durch den Einsatz von
Lésungsziichtungsverfahren realisieren. In der vorgestellten
Arbeit wird die Losungszichiung nach dem Bridgman
Verfahren eingesetzt, unter Verwendung der binédren
Lésungsmittel CuSe und InSe. Dadurch wird ein Uberschuf
von zwei Elementen an der Phasengrenze des wachsenden
Kristalls erzielt, so daf das kristallisierende Material stets an
diesen Elementen gesattigt ist. Damit ist zugleich der Anteil
des dritten Elemenis und somit die Zusammensetzung des
Materials festgelegt.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte mit dieser Ziichtungsmethode
gezeigt werden, daB3 allein die Wahl| des Lésungsmittels einen
drastischen EinfluB auf die strukturellen wie elektrischen
Eigenschaften von CulnSep hat. Der Vergleich von Kristallen
die aus CuSe-Lésungen (an Cu und Se geséttigt) und InSe-
Lésungen (an In und Se geséttigt) gezichtet wurden, zeigt,
daB die Gitterkonstante des Materials aus CuSe-Lésungen ca.
0.1% groBer ist im Vergleich zu Material aus InSe-Lésungen.
Durch Verschiebungen im intrinsischen Defekthaushalt,
aufgrund der Wahl des Losungsmittels, lieB sich CulnSe:
sowohl p-leitend und schwach kompensiert {aus CuSe-
Lésung) als auch n-leitend und hochkompensiert (aus InSe-
Lésung) herstellen.

Diese Arbeit wird mit Unterstitzung der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (MU 632/3-1) und der Bayerischen
Forschungsstiftung durchgefihrt.

Konvektion im Czochralski-Tiegel

Peter Hintz, Dissertation Juli 1999,
Justus-Liebig-Universitat GieB3en

Mit dem Ziel, die thermische Konvektion in einer Czochralski-
Schmelze zu simulieren, wurde ein Modellexperiment
aufgebaut, das sog. "Saphir-Tiegel Experiment".

Die in den Experimenten verwendete Modellflissigkeit war ein
Silikond! mit Prandtl-Zahl Pr=6.8. Einige Oxid- und Fluorid-
schmelzen besitzen &hnliche Prandtl-Zahlen. Fir diese
Schmelzen ist die Simulation besonders relevant.

I.)Die wichtigsten apparativen Verbesserungen des Saphir-
Tiegel Experiments gegeniber frilheren Modellexperimenten
sind:

1) Durch die Verwendung eines Saphir-Tiegels konnten die
thermischen Randbedingungen gegeniiber  fritheren
Modellexperimenten wesentlich verbessert werden. Die
thermischen Grenzschichten konnten mit dem gut warmelei-
tenden und transparenten Tiegelmaterial &hnlich wie bei Pt-
Tiegeln realisiert werden. Erstmals wird in einem Czochralski-
Meodellexperiment eine Abschaizung der realen thermischen
Randbedingungen gegeben.

2) Neben der Auftriebskonvektion konnte durch die Verwen-
dung des Silikondls als Modellflissigkeit auch thermische
Marangonikonvektion untersucht werden. Dieser konvektive
Mechanismus war in fast allen friiheren Modellexperimenten
nicht vorhanden.

3) Durch genaue, reproduzierbare Positionierbarkeit des
Kristall-Dummys in vertikaler Richtung konnte erstmals auch
der EinfluB des Meniskus am Kristall auf die Eigenschaften der
Stromung systematisch untersucht werden.

4) Das Design der Experimentierkammer erlaubte Messungen
der Verdampfungsrate des Ols und somit die Abschéatzung der
Verdampfungskihlleistung. Dieser Parameter, der fur die
Spezifikation der thermischen Randbedingungen der
Flissigkeit an seiner freien Oberflache erforderlich ist, wurde
zuvor noch nie untersucht. Die Verdampfungskihlung stellt,
wenn auch in einem sehr begrenzten Rahmen, eine
Méglichkeit dar, in diesem Modellexperiment den Strahlungs-
warmeverlust einer heiBen Schmelzenoberfliche zu
simulieren. Diese Moglichkeit wird in der vorliegenden Arbeit
erstmals diskutiert.

Il.) Die experimentellen Methoden umfaBten die Visualisierung
der Stromung, Messungen von Stromungsgeschwindigkeiten
sowie die Bestimmung der Frequenzen und Amplituden von
Temperaturoszillationen.

In den Experimenten wurden die fiir die Ziichtung wichtigen
Parameter variiert: Die Temperaturdifferenz zwischen Tiegel
und Kristall AT, die Flussigkeitshdhe H, die mittlere Tempera-
tur Ty und damit der Warmestrom durch die freie Oberfiache,
der Meniskus am Kristall sowie die Kristall-Rotationsfrequenz
o. Die parametrischen Studien ergaben wichtige Hinweise flr
die Zuchtung.

Insbesondere wurde ein starker Einflu3 der Marangonikonvek-
tion auf die gesamte Stromung im Tiegel festgestellt. Das
Strdmungsfeld in der Nahe des Kiristalls, welches flir das
Kristallwachstum entscheidend ist, wird vom Marangonieffekt
dominiert.

Dieses Ergebnis ist neu und tragt wesentlich dazu bei, die
kontroverse Diskussion um die Bedeutung des Marangonief-
fekts fiir die Czochralski-Ziichtung zu kléren.

Die Ergebnisse des Saphir-Tiegel Experiments sind als
Benchmarks  flir  numerische Simulationsprogramme
besonders gut geeignet, da, anders als in den meisten
Czochralski-Systemen, sowoh! die Randbedingungen als auch
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die physikalischen Eigenschaften der Flissigkeit recht genau
bekannt sind. In einer Zusammenarbeit mit Herrn Dr. H. Wilke
vom Institut fir Kristallziichtung in Berlin wurde dieses
Potential erfolgreich genutzt.

lil.) In Experimenten ohne Kristallrotation wurde bei kleinen
Temperaturdifferenzen AT zwischen Tiegel und Kristall-
Dummy laminare und symmetrische Strémung beobachtet.
Die hochsten Strémungsgeschwindigkeiten treten in einem
engen achsennahen Bereich auf, welcher durch eine niedrige
Temperatur gekennzeichnet ist. Durch das Zusammenspiel
von Marangonikonvektion mit Auftriebskraften entsteht unter
der freien QOberflache eine separierte Konvektionsrolle. Diese
Konvektionsrolle dominiert den Stoff- und Wérmetransport in
der Nahe des Kristall-Dummys bei allen hier untersuchten
Flussigkeitstiefen.

IV.) Der fir die Czochralski-Zichtung unverzichtbare
Parameter der Kristallrotation wurde in Hinsicht auf seinen
EinfluB auf die Stabilitat der Konvektionsstémung untersucht.
Bei rotierendem Kristall beobachtet man bei kleinen AT einen
spontanen Ubergang zu baroklinisch instabiler Strémung (BI),
sobald die Kristall-Rotationsfrequenz fkmist einen kritischen
Wert Uberschreitet. Der neue Strémungszustand ist
gekennzeichnet durch den Verlust der Symmetrie, durch
Dreidimensionalitét sowie Instationaritdt. Baroklinisch instabile
Stromung kann streng periodisch sein oder gquasiperiodi-
sche/intermittente  Eigenschaften besitzen. Messungen der
Schwellenfrequenzen Cxaist Sowie der Oszillationsfreguenzen
far wurden in Abhéngigkeit von der Temperaturdifferenz AT,
der Flissigkeitshéhe H und dem Meniskus am Kristall-Dummy
erstmals durchgeftihrt. Der Meniskus am Kristall-Dummy hatte
einen deutlichen EinfluB auf die Stabilititsschwelle fCumsr, wie
auch auf die Periodizitatseigenschaften der baroklinisch
instabilen Strémung. Die Experimente zei‘gten im untersuch-
ten Parameterbereich eine Zunahme von f kgt mit AT. Bei
Anderung von H blieb °kaist unverandert. Dieses Ergebnis
weicht von der Theorie flir &hnliche Geometrien ab. Es wird
vermutet, daB die Diskrepanz zur Theorie durch den
Marangonieffekt Zustande kommt, der in der Theorie nicht
enthalten ist.

V.) Bei geeigneter Meniskus-Konfiguration, wenn der Kristall-
Dummy seitlich von der Fliissigkeit benetzt wird, konnten in
dem am Kristall-Dummy haftenden Meniskus erstmals in
dieser Geometrie azimutal laufende Hydrothermalwellen
beobachtet werden. Das Auftreten solcher Wellen ist unter
gewissen Bedingungen auch bei der Czochralski-Ziichtung
von Kristallen nicht ausgeschlossen.

VL) In den Experimenten konnte unerwartet ein neues,
Uberraschendes Phéanomen beobachtet werden: Die resonante
Schwingung der Flissigkeitsoberfidche (ROS).

Dabei handelt es sich um stehende Schwerewellen, die sich
auf der freien Flissigkeitsoberfliche ausbilden und groBe
Amplituden besitzen. Es wird geschlossen, daB die Anregung
der ROS durch thermische Marangonieffekte entsteht und
durch den am Kristall-Dummy zuriickflieBenden kalten
Kondensatfilm verursacht wird, welcher nicht kontinuierlich mit
der warmen Flussigkeit im Tiegel kommuniziert (Nicht-
Koaleszenz).

Das Auftreten der ROS in echten Czochralski-Schmelzen ist
daher nicht zu erwarten

"CeCu,Si;: Das primére Kristallisationsfeld und dessen
Bedeutung fiir die Kristallziichtung"

Dissertation von Sybill Nuttgens™

Angefertigt am Kristall- und Materialentwicklungslabor
des Physikalischen Instituts
Universitat Frankfurt am Main

*jetzt bei Schott Gas, Mainz
E-Mail: NTT@schoti.de

Diese Arbeit beschaftigt sich mit der Einkristallziichtung der
intermetaliischen Verbindung CeCu»Siz. Diese Verbindung ist
ein Schweres Fermionen System mit sehr komplexen
Tieftemperatureigenschaften. Diese  Tieftemperatureigen-
schaften unterscheiden sich fiir verschiedene CeCuxSiz-
Proben, wobei die Schmelzzusammensetzung, die Ziich-
tungsparameter und die Temperbedingungen der Proben
einen starken EinfluB auf die Eigenschaften haben.

Um diesen EinfluB zu verstehen, wird die Erstarrung von
CeCusSiz im Ce-Cu-Si-Phasendiagramm analysiert. Das
Zusammensetzungsphasendiagramm  wird mit  DSC-
Messungen und metallurgischen Verfahren untersucht. Mit den
Ergebnissen aus diesen Experimenten wird erstmals das
primére Kristallisationsfeld der Verbindung CeCu,Si; bestimmt.
Es erstreckt sich von einem Cu-Gehalt von ca. 10at% bis zu
einem Cu-Gehalt von 85at%, der Ce-Gehalt variiert von ca.
18at% bis hin zum bindren Cu-Si-Rand des ternéren
Phasendiagramms. Die primare Erstarrung von CeCuzSi, wird
zu den bindren Ce-Cu- und Ce-Si-Randsystemen durch
verschiedene Eutekiika begrenzt.

Um Cu-Verdampfung wéhrend der Einkristallziichtung massiv
zu unterdriicken, wird das Nacken-Kyropoulos-Verfahren
gewahlt, und wird dartiber hinaus mit der elekiromagnetischen
Levitation kombiniert um Tiegelfreiheit zu gewéahrieisten. Es
wird mit Schmelzzusammensetzungen innerhalb und
auBerhalb des primaren Kristallisationsfeldes der Verbindung
gearbeitet.

Bei der Ziichtungsreihe, in der Schmelzzusammensetzungen
auBerhalb des primaren Kristallisationsfeldes verwendet
werden, zeigen die Experimente, wie empfindlich die
Tieftemperatureigenschaften auf verdnderte Zichtungspara-
meter wie z.B. die Ziichtungszeit reagieren. Die Zlchtung-
schargen, die fiir die Kristallpraparation verwendet werden,
unterscheiden sich in der Ausscheidungsstrukiur.

In Zichtungsexperimenten mit Schmelzzusammensetzungen
innerhalb des primaren Kristallisationsfeldes kann in der
gesamten Zichtungscharge die properitektische Phase
Ce:CuSis nicht nachgewiesen werden, CeCu:Si; erstarrt
wahrend des gesamten Zichtungsexperiments primar aus der
Schmelze. Diese primér erstarrte Phase ist stabil gegen Cu-
Verdampfung, im Gegensatz zur Zichtung mit Schmelzzu-
sammensetzungen auBerhalb des primaren Kristallisationsfel-
des kommt es zu keiner Riickbildung der properitektischen
Phase CezCuSiz:

Es konnen mit der verwendeten Ziichtungsmethode qualitativ
hochwertige, groBe Einkristalle gezlichtet werden. Aus
Ziuchtungschargen, die mit Schmelzzusammensetzungen
auBerhalb des priméren Kristallisationsfeldes beginnen,
werden Kristalle mit einer Kantenlange von 3mm prépariert.
Diese zeigen bei tiefen Temperaturen eine ausgeprigte ,A-
Phasenanomalie® und sind supraleitend. Erstmals sind
CeCusSis-Einkristalle ausreichend groB3, um an ihnen pSR-
und Neutronenstreuexperimente durchfiihren zu konnen.
AuBerdem zeigen diese Einkristalle bereits im ungetemperten
Zustand de Haas-van Alphen Oszillationen, was ebentfalls ein
Zeichen fiir die hohe Perfektion der Kristalle ist.

Bei der Zichtung mit Schmelzzusammensetzungen aus dem
primédren Kristallisationsfeld werden Kristalle mit einer
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Kantenldnge von uber 8mm prapariert. Die GroBe dieser
riBfreien Einkristalle weist auf signifikant verbesserte
Zichtungsbedingungen hin. Durch die Zichtungsexperimente,
die mit verschiedenen Schmelzzusammensetzungen aus dem
priméaren Kristallisationsfeld durchgefiihrt werden, stehen jetzt
Einkristalle zur  Verfigung, deren  Erstarrungsverlauf
determiniert ist.

Untersuchung zur Defektstruktur an
hochohmigem p-CdTe

Laufende Promotion von Herrn Dipl.-Phys. Klaus Scholz
Durchfiihrung am Kristall- und Materiallabor der Fakultat fir
Physik Universitat Karlsruhe

Die Zichtung von CdTe-Kristallen als Ausgangsmaterial fir
nichtlineare elekirooptische Bauelemente, als Rontgendetektor
und als Epitaxiesubstrat ist von groBem technologischem
Interesse. All diese Anwendungen fordern vom Ausgangsma-
terial eine moglichst geringe elektrische Leitfahigkeit. Da diese
in undotiertem CdTe aufgrund einer hohen Defektdichte
bisher nicht erreicht werden konnte, wird durch gezielte
kompensierende Dotierung versucht, der oben genannten
Anforderung gerecht zu werden. Hierzu durchgefiihrie
Versuchsreihen mit unterschiedlichen Dotierstoffen und
Konzenirationen zeigten ein Verhalten, das auf die Existenz
einer tief in der Bandlicke liegenden, das elektrische
Verhalten dominierenden Stérstelle hindeutet.

SCIENTIFIC & INDUSTRIAL INSTRUMENTS

The outstanding elements which make the worldwide
reputation of Cyberstar are available to equip your new
puller frame or retrofit your old machine.
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 Vacuum tight.
= Water cooled chambers.

W MAIN CUSTOMERS OVER THE WORLD

Ziel dieser Promotion ist es, diese Storstelle nachzuweisen
und einem extrinsischen oder intrinsischen Gitterdefekt
zuzuordnen. Aufgrund der Tatsache, dass mit optischen
Verfahren dieser Defekt bisher nicht identifiziert werden
konnte, wurde mit der DLTS zum einen ein glektrisches
Charakterisierungsverfahren gewahit. Da man mit dem DLTS-
Standardverfahren keine Charakterisierung von hochohmigen
Halbleitermaterial vornehmen kann, wurde im Zuge dieser
Arbeit das MeBverfahren soweit modifiziert, dass es Aussagen
tiber das Stérstellenspektrum auch in hochohmigem p-CdTe
zuldsst. Zum anderen wurde ein Massenspektrometer in
Betrieb genommen, um den Gehalt an Restverunreinigungen
im zu untersuchenden Material im Bereich von 10 1/em® zu
bestimmen.

Die derzeitigen Ergebnisse an hochohmigem, undotiertem
CdTe zeigen, dass die elekirischen Eigenschaften nicht von
einer in hoher Konzentration vorhandenen tiefen Storstelle
bestimmt werden. Vielmehr erzeugt Dotiermittelzugabe in der
Schmelze in einem noch naher zu untersuchenden Prozess
wahrend des Kristallisationsvorganges intrinsische Storstellen,
die fiir die Kompensation verantwortlich sind.

G. Muller-Vogt
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4. Tagungsberichte

Eleventh American Conference on Crystal
Growth & Epitaxy“ (ACCGE-11) vom 01. bis 06.
August 1999 in Tucson (USA)

1. Allgemeines

Die Jahrestagungen der ,American Association for Crystal
Growth (AACG)” besitzen eine sehr gute Tradition innerhalb
der internationalen Kristallzichtungsgemeinschatft, da sie von
einer groflen Tragweite und prinzipiell fir eine breite
auslandische Beteiligung offen sind. Sie sind vergleichbar mit
internationalen Kongressen und bieten somit nicht nur die
Gelegenheit, sich einen geschlossenen Uberblick iiber die
laufenden amerikanischen Aktivitaten auf nahezu allen
Gebieten der Theorie und Technologie des Kristallwachstums
zu verschaffen, sondern sich auch Gber den neuesten Stand
vieler auslandischer Gruppen zu informieren.

Die diesjahrige ACCGE-11 fand vom 01. bis 06. August 1999
in Tucson (Arizona) statt. Neben den 16 deutschen Teilneh-
mern war auch eine starke Delegation aus Japan angereist
und weitere ausléndische Fachverireter aus Israel, China,
GroBbritannien, Frankreich, Schweiz, Singapur, Brasilien,
Indien u.a. erschienen. Zahlreiche Wissenschaftier der
ehemaligen UdSSR (insbesondere aus RuBland, der Ukraine
und Lettland) waren als Vertreter amerikanischer, deutscher
und israelischer Forschungseinrichtungen zugegen.

Das breite Programm spiegelte sich in 180 gehaltenen
Voriragen (drei Parallelsitzungen), 81 Posterprasentationen
und Gber 15 industriellen Ausstellungen wider. Ein zweitagiger
Lehrkurs zu den Grundlagen des Kristallwachstums wurde der
Tagung am davorliegenden Wochenende vorangestellt.
Insgesamt waren Uber 300 Teilnehmer anwesend. Das am
Rande von Tucson gelegene Konferenzhotel (Loews Ventana
Canyon Resort), was in den USA wegen seiner malerischen
Golfplatzanlagen (Gestalter: Tom Fazio) besonders beliebt ist,
bot dank seiner Abgeschiedenhsit hervorragende Bedingun-
gen fiir eine konzentrierte Tagungs- und Kommunikationsat-
mosphare.

Bild 8: Konferenzausflug in die Sonora-Wiiste mit
»Sunshine Jeep Tour” (Vor dem Hotel v. I. Ch. Frank, B.
Weinert, S. Uda, E. Buhrig, u. a. ...)

Aus der Sicht des Berichierstatiers waren die folgenden
Sitzungen von besonderem Interesse:

Plenarvortrage, Wide Bandgap Materials, SiC Crystal and
Epitaxial Growth, Phase Field Modeling, Bulk Growth of
Semiconductors  (lll-Vs, [I-Vls, Si-Ge), Poster Session,

Industrial Crystallization, Crystal Growth Fundamentals,
Evolution of Surfaces and Interfaces.

Bild 9: Tagungsteilnehmer in der Sonora Wiste

Dartiberhinaus wurden auch sehr breit die Gebiete der
Oxidkristallziichtung (insbesondere fiir die nichtlineare Optik),
Photovoltaik, Protein- und Biokristallisation u.a. behandelt.

Die folgende Information konzentriert sich auf die Plenarvor-
trage und das aktuelle Arbeitsfeld des Berichterstatters, die Ili-
V-Verbindungshalbeiter.

2. Plenarvortrage

Die diesjahrige Tagung war R.A. Laudise, dem 1998 im Alter
von 68 Jahren verstorbenen Begriinder der American
Association of Crystal Growth gewidmet. V.J. Fratello
(derzeitiger AACG-Vorsitzender) und K.A. Jackson wiirdigten
in ihren Gedenkreden die Verdienste von R.A. Laudise um die
Entwicklung der Kristallziichtung, insbesondere auf dem
Gebiet der Hydrothermalsynthese dielektrischer Kristalle. R.A.
Laudise hatte dartberhinaus einen groBBen persénlichen Anteil
an der Griindung der 10CG sowie MRS und war der erste
Gewinner des internationalen Preises fiir experimentelle
Kristallzichtung im Jahre 1984. Er wird der internationalen
Kristallziichtungsgemeinschaft als einer der groBen Pioniere
fur immer in Erinnerung bieiben.

Von T. Surek (National Renewable Energy Lab.) wurde ein
Ubersichtsveortrag zu Stand und Perspektiven der Photovoltaik
gehalten. Neben dem noch dominierenden kristallinen Silicium
wird eine hohe Zuwachsrate fir (amorphe) Silicium-
Dinnschichten auf Billigsubstraten sowie CulnSez- und CdTe-
Schichten prognostiziert. Auch der Einsatz von GaAs und Ill-V-
Mischkristallen bzw- -schichten wird wegen ihrer hohen
Solarzelleneffiziens (z.B. GaAs/GaSb Tandemzellen mit ber
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30 %) und speziellen Einsatzmoglichkeiten in Konzentrator-
und Breitbandzellen an Bedeutung zunehmen. Die derzeitige
weltweite photovoltaische Energieproduktion wird mit 1517
MW angeben, was einer Zuwachsrate zwischen 1994 und
1998 von 20 % entspricht. Fir 2020 wird eine jahrliche
Leistung von 20 GW vorausgesagt. Methodisch wird eine
weitere Ausreifung der quasi-kontinuierlichen EFG-Zuchtung
von Si-Profilen (Oktagons aus 10 cm breiten Segmenten
bestehend, 100 pm dinnwandige Rohre mit einem Durchmes-
ser bis zu 1 m) und der Abscheidung kristallinen Si auf
Glasunterlagen erwartet. Neue Konzepte befassen sich mit der
Herstellung und Anwendung von Nanopartikeln (Nanotubes)
sowie der Entwicklung transparenter Kontaktschichten
(Cd2Sn0s) und Absorber fiir den IR-Wellenlangenbereich.
Gewinner des diejahrigen AACG-Preises ist G.B. Stringfellow
(University of Utah). Er hielt einen Vortrag zu thermodynami-
schen Vorgédngen bei Epitaxieprozessen. Von besonderer
Bedeutung sind die erst kiirzlich entdeckten Ordnungsphéno-
mene (vom Typ CuPt-superlattices) in terndren [lI-V-Schichten
(GalnP) mit 2x4-rekonstruierier Oberflaiche auf GaAs-
Substraten. Dieser zundchst Uberraschend erscheinender
Effekt (steht er doch im Widerspruch zur erwarteten Minimie-
rung des Gibbs'schen Mischungspotentials durch eine
ungeordnete Komponenetenanordnung) fihrt durch geordnete
alternierende {111} - Ga-In - Atomlagen zu einem Abbau der
Gittermisfit-Verzerrungsenergie zwischen den Konstituenten.
Das praktische Interesse erwéchst aus der dabei beobachte-
ten Verringerung des Bandgaps wodurch solche llI-V-
Diinnschichten flir den Einsatz im Infraroten geeignet sind,
was bisher nur den weit komplizierteren 1I-VI- und IV-VI-
Materialien vorbehalten war. Dazu mussen noch die genauen
Wachstumsparameter (Temperatur und V/HI-Verhaltnis) beim
OMVPE-ProzeB fiir eine reproduzierbare Kontrolle des
Ordnungsvorganges herausgefunden werden.

3. l-V-Verbindungen

3.1.GaN

S.P. DenBaars (Univ. of California, Santa Barbara) referierte in
einem Einladungsvorirag den technologischen Stand der
MOCVD-Zichtung von GaN-Schichten auf Saphirsubstraten.
Trotz eines betrachtlichen Gittermisfits von 16 % ist man heute
durch die Anwendung der lateral- epitaxial-(over)growth
(ELO)-Technik in der Lage, GaN-buffer layers mit Verset-
zungsdichten unter 10° ecm® zu erzielen. Hierbei wachst die
zundchst versetzungsreiche GaN-Schicht durch eine SiO.-
Maske mit Schiitzfenstern, wobei das dartber stattfindende
laterale Wachstum zwischen den Fenstern stark versetzungs-
reduziert ist. Die (ber diesem Bereich aufgebrachten
lichtemittierenden Bauelemente erreichen eine erhéhie
Helligkeit mit einer Effiziens bis zu 11%. Diese Technik wird
auch als ein Schilssel fiir die Herstellung zukiinftiger
Mikrowellen-Bauelemente (HEMTs) mit erhohter Leistung und
Temperaturstabilitat (z.B. gegeniiber GaAs) gesehen.

Von J.C. Rojo et al. (Crystal IS und Rensselaer Polytechnic
Inst.) wurden erste Ergebnisse zur Ziichtung von AIN-Kristallen
mit weit gunstigeren Substrateigenschaften als Saphir
vorgestellt (nur sehr geringer Gittermisfit zu GaN ohne
thermische Ausdehnungsunterschiede sowie sehr hohe
Warmeleitfahigkeit: 2.85 W/cm K). Die gelb-orangenen und bis
zu 1 cm langen Kristalle (5 mm Durchmesser) wurden mit der
Sublimationsmethode bei 2000 °C in einem Wolframcontainer
gezogen. Daraus herauspraparierte (0001)-Scheibchen
eigneten sich far die Epitaxie (OMVPE) von AIN- und AlGaN-
Schichten mit guter Qualitat.

Ch. Klemenz und H. Scheel (IMO Inst. Lausanne) benutzen
die LPE-Technik zur Zichtung von GaN- und GalnN-Schichten
unter nahezu Gleichgewichtsbedingungen, um die strukturelle
Perfektion gegentiber der fern vom Gleichgewicht

Bild 10: Vorn rechts v. I. M. Wargo, G. Miiller, R. Sekerka

ablaufenden Dampfphasenziichtung zu verbessern.Vorgestelit
wurden erste hoffnungsvolle Ergebnisse zur Abscheidung auf
Saphir, LiGaOz und LiAlO; aus Ga- und Ga+Bi In-Losungen
mit der horizontalen dipping-technique bei 1 atm Nz/Hs;
(flieBend) und T = 900 - 1100 °C.

3.2. GaAs

In einer speziellen Sitzung zu Stand und Entwicklung der
industriellen Produktion wichtiger Kristallmaterialien faBte D.J.
Carlson (M/A-COM Inc.) die bisherigen Ergebnisse zur
Herstellung semi-isolierender GaAs-Einkristalle aus komer-
zieller Sicht zusammen. Vor genau zwanzig Jahren begannen
die gezielten Arbeiten zur Ziichtung undotierter GaAs-Kristalle
fir den Einsatz in hochfrequenten Bauelementen. M/A-COM
war einer der ersten komerziellen Anbieter. Zum damaligen
Zeitpunkt wurde noch nicht der Zusammenhang zwischen
Zichtungs- und Kristallparameter volistandig verstanden und
es herrschte die Empirie. Dies hat sich bis heute auf Grund
eines enormen Entwicklungstempos grundsatzlich gewandett.
Eine wichtige Voraussetzung fur die Herstellung reproduzier-
baren Materials mit definierten Widerstandswerten waren die
Erkenntnis (ber die Bedeutung des EL2-Defekies und
Kontrollierbarkeit seiner Konzentration durch das Ga/As-
Verhalinis wahrend der Ziichtung sowie durch anschiieBendes
definiertes bulk-Tempern, die konsequente Reinheitserhéhung
des Ausgangsmaterials und ein gezielter kompensierender
Kohlenstoffeinbau bis hinab zu sehr geringen Konzentrations-
bereichen um 10" em™. Dazu erwies sich die Beherrschung
der thermochemischen Prozesse im LEC-Proze3 und eine
CO/CO; in-situ-GasfluBkontrolle als unverzichtbar. Zur Zeit
konzentrieren sich die Arbeiten auf eine Erhdhung des
Kristalldurchmessers (auch M/A-COM startete die 150 mm-
Zichtung) und der Kristallinge bzw. -masse (bis zu 50 kg
postuliert), mit dem Ziel einer konsequenten Preissenkung fur
die Wafer. Diese Entwicklung muB jedoch mit einer Erh6hung
der radialen und axialen Parameterhomogenitit sowie
Verringerung der Restspannungen (zur bruchfreien Zerlegung
in diinnere Scheiben) einhergehen. Carlson verwies dabei auf
die IKZ-Ergebnisse zur VCz-Ziichtung, die einen mdglichen
Weg aufzeigen. Wesentliche Einsparungen werden bei der
Anwendung von in-situ-Synthesen vorausgesagt, wie es M/A-
COM bei InP bereits praktiziert.

Die Sitzung zur bulk-Zichtung von I[ll-V-Kristallen wurde von
Vortragen zu InP beherrscht (dieses Material erfahrt zur Zeit in
den USA eine vorrangige staatliche Forderung). Zunéchst
seien aber die Vortrage zu GaAs vorangestellt:

G. Muller et al. (Univ. Erlangen-Nirnberg) berichtete zur VGF-
Zichtung von dotierten und undotierten 3-4“-Kristallen mit
einer Masse bis zu 10 kg und niedrigen Versetzungsdichten
(570 cm? in 3% 3000 cm? in 4%) und zeigte die Wichtigkeit
einer begleitenden Computersimulation mit dem Programm
CrysVUN++.
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Ch. Frank et al. (IKZ Berlin) stelliten die IKZ-Ergebnisse zur
VCz-Ziichtung semi-isolierender 3-4"-Kristalle. Die Vortragen-
de konzentrierte sich auf die Darstellung des Zusammenhan-
ges zwischen computergestiitzter Optimierung der Phasen-
grenzform und Homogenitét der strukturelien und elekirischen
Eigenschaften. Erstmals wurden die in Zusammenarbeit mit
der Univ. Erlangen-Numberg mit dem Programm STHAMAS
ermittelten globalen Strémungs- und Warmefeldsimulationen
einer VCz-Anlage unter Berlcksichtigung der Gaskonvektion
vorgestelit und die Besonderheiten gegeniiber der konventio-
nellen LEC-Methode diskutiet. Die anschlieBende rege
Diskussion zeigte das hohe Interesse an diesem Verfahren.
D.H. Matthiesen (Case Western Reserve Univ.) trug zur
Zichtung von Se-dotiertem GaAs im Weltraum (United States
Microgravity Lab. USML-1) vor, wonach eine mitwandernde
Gasblase in der Schmelze vor der Phasengrenze zur
Marangonikonvektion und damit einer Segregationskurve mit
nahezu vollstandiger Durchmischung fihrte.

J. He und S. Kou (Univ. of Wisconsins) referierten zur
Verteilungskontrolle (z.B. von InAs) in GaAs mit Hilfe der
Doppeltiegel-Czochralski-Methode, wonach bei einer langen
horizontal gewundenen Kapillare zwischen Innen- und
AuBentiegel eine hohe radiale und axiale Homogenitat der
Mischkristalle erzielt wurde.

Der Schwerpunkt der InP-Vortrage lag auf der Herstellung von
4“Kristallen mit der kombinierten in-situ-Synthese/LEC-
Methode.

Einen Ubersichtsvortrag hielt D.F. Bliss (Air Force Res. Lab.).
InP erfahrt zur Zeit ein wachsendes Interesse wegen seiner
Einsatzmdglichkeiten in héchstfrequenten Schaltkreisen und
IR-Bauelementen. Dazu sind Einkristalle mit reproduzierbaren
elektrischen Eigenschaften und homogen verteilten Defekten
erforderlich. Bliss gab einen Uberblick GUber die géngigen
Zichtungsverfahren (LEC, VGF) und hob auch die Bedeutung
des VCz-Verfahrens fiir die Produktion spannungsreduzierter
InP-Kristalle hervor. Als produkiivste Methode hat sich ein
kombiniertes Synthese-LEC-Verfahren durchgesetzt, bei dem
zunachst Phosphordampt in die In-Schmelze bis zum
Erreichen der  stdchioimetrischen  Zusammensetzung
eingeleitet wird (ca. 2 Stunden fiir 3 kg). Dann wird unmittelbar
mit der Zichtung begonnen, wobei sich eine hohe Verset-
zungsdichte im Keim nicht in den [100]-gezogenen Kristall
fortsetzt sondern Uber Abgleitung entlang {111} innerhalb
eines Diinnhalses (necking process) auswachst (hierzu wurde
auch ein Poster vorgestellt). Die fur InP typische statistische
Verteilung der Versetzungen und eine im Vergleich zu GaAs
fehlende Polygonisation in eine Kleinwinkel-Zellstruktur wurde
bestatigt.

R.M. Ware et al. (M/A-COM) stelite die industriellen Aktivitaten
zur Herstellung von InP-LEC-Kristallen mit Durchmessern von
90 und 110 mm vor. Benutzt werden dafiir Hochdruckanlagen
vom Typ Cl 358. Die Kristalle werden mit Fe dotiert (ca. 10™°
cm™ in der Schmelze ergibt ca. 10'° cm™ im Kristall). Als ein
Problem erweisen sich FeP»-Prazipitate. Das semi-isolierende
Material besitzt einen bisher undefinierten Donator (ca. 5 x
10" em™), der allerdingst kein EL2-Defekt (antisite) darstellt,
Durch bulk-annealing bei 850 - 950 °C wird in 3“Kristallen
eine hohe Homogenitat der mittels FTIR meBbaren Vin-H -
Komplexe (flacher Donator) erzielt (1,6 x 10'° om®), die
allerdings in den 4“Proben noch nicht erreicht wird. Die
Versetzungsdichten betragen im Schulterbereich (0,77 - 1,02)
x 10° ¢m™ und im Endbereich (1 - 1,6) x 10° ¢cm®. Eine
Verringerung soll mit Strahlungschirmen erzielt werden.

Zur Analyse des Vi-H - Komplexes und seiner Bedeutung fiir
die elektrischen Eigenschaften von n-leitenden InP-Kristallen
wurde auch ein Vortrag einer chinesischen Gruppe (Chin.
Academy of Electronics und Univ. Hong Kong) gehalten.

I. Jafri et al. (GT Equipment Technologies Inc.) stelite die
Konstruktion einer neuen Hochdruckanlage mit in-situ-
Synthese fur die Ziuchtung von -V - Verbindungshalbleitern

(InP) mit einem Kesselinnendurchmesser von 16 (400 mm)
vor. Heizeranordnung und Warmeisolation wurden sorgféltig
mit dem Computerprogramm MASTRAPP (Entwickler H.
Zhang, Univ. New York) optimiert. Gleichzeitig wurden die
glnstigste Position der Phasengrenze und das Tiegel/Kristall -
Rotationsverhdltnis unter Einbeziehung der Gaskonvektion
simuliert. Fiir die Kontrolle der Konvektion der Schmelze ist ein
Magnet vorgesehen.

Die abstracts weiterer Vortrdge und Poster sind in einem 159-
seitigen Konferenzband zusammengefaB3t, die jedem
Tagungsteilnehmer ausgehéandigt wurden.

P. Rudolph

Aus der Tatigkeit der
“lUCr Commission on Crystal Growth and
Characterization of Materials“

Bericht iiber die Aktivitdten der IUCr Commis-
sion on Crystal Growth and Characterization of
Materials im Zeitraum 1993 - 1999

Diese Commission ist eine der etwa 20 Kommissionen der
International Union of Crystallography (IUCr). Sie wurde von
August 1933 bis August 1999 vom Berichterstatter als
Vorsitzender geleitet. Seit August 1999 ist Dr. Roberto Fornari,
MASPEC Institute in Parma/ltalien, Chairman der Commission.
Dieser Wechsel im Vorsitz wird hier zum Anla3' genommen,
die Ziele der Commission und ihre Akfivititen in den
vergangenen 6 Jahren darzustellen.

Das Haupiziel der Commission ist die Organisation Internatio-
naler Schulen (ber die Zichtung, Charakterisierung und
Anwendung von Kristallen fur junge Wissenschaftler aus
wirtschaftlich benachteiligten Landern. Wegen der hohen
Kosten fiir Reise und Unterkunft kénnen diese Wissenschafiler
an den reguléren Kristallzlchtungsschulen, wie z.B. den
International Summer Schools on Crystal Growth (ISSCG),
von wenigen Fallen abgesehen, nicht teilnehmen. Aus diesem
Grunde werden die Schulen der Commission in der Regel
bevorzugt in den Léndern selbst durchgefithrt, so daf3 die
Kosten fir die Anreise im eigenen Land und aus benachbarten
Landern relativ niedrig sind. Um die Kosten fiir die Teilnehmer
noch weiter zu reduzieren, wird von den Vortragenden
erwartet, daB sie lhre Reisekosten aus eigenen Mitteln
decken, wobei jedoch freie Unterkunft und Verpflegung am
Schulort vom Gastgeber gewahrt werden muf3. Von der IUCr
werden auf Antrag in der Regel folgende Unterstitzungen
bewilligt: einen Betrag von B3000-4000 USD fir “Young
Scientist Awards®, der einer begrenzten Zahl von jungen
Wissenschaftlern die Teilnahme an der Schule ermdglichen
soll, bis zu 1000 USD fir organisatorische Zwecke und (im
Rahmen von Visiting Professorships) die Ubernahme von
Flugkosten flir hochstens zwei Vortragende. Alle weiteren
Kosten muB der Gastgeber aus den Teilnahmegebihren und
Finanzierungsquellen im eigenen Land decken.
Unter diesen Bedingungen konnte die Commission im
Zeitraum 1993 - 1999 drei Schulveranstaltungen organisieren:
- Die International School on Growth and Characterization of
Crystals, 4. - 14. Sept. 1994

in Krynica/Polen mit etwa 30 Teilnehmern aus Polen und
angrenzenden Nachbarlandern

Die International School on Advanced Electronic Materials,
6.-15. Februar 1995 in
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Madras/Indien mit etwa 100 Teilnehmern, davon 90 aus
Indien und 10 aus Nachbar-

landern (s. DGKK Mitteilungsblatt Nr. 62, 1995);

Die International School on Crystal Growth and Advanced
Materials, 18. - 23. Juli 1999 in

Campinas/Brasilien mit etwa 90 Teilnehmern aus Brasilien,
Argentinien und Uruguay (s.

DGKK MB, dieses Heft).

Zwei weitere Versuche, Schulen dieses Typs zu veranstalten,
scheiterten an mangelnden Finanzierungsmoglichkeiten.

Die Arbeit der Commission bei der Vorbereitung der Schulen
bestand in der Ausarbeitung eines Vorlesungsprogramms und
der Rekrutierung der Lecturer. Beides erfolgte jeweils in
Abstimmung mit den Gastgeberkollegen und unter Beriick-
sichtigung der Lehrkapazitaten des Gastgeberlandes, das 30-
50 % der Lecturer stellte. Ein groBer Teil der Vorlesungspro-
gramme wurde von Mitgliedern der Commission bestritten.

Eine weitere Aufgabe der Commission ist die Organisation von
Mikrosymposien Uber Kristallzichtung und Kristallcharakteri-
sierung fir den alle drei Jahre stattfindenden IUCr Internatio-
nal Crystallography Congress. Das Ziel dieser Mikrosymposien
ist es, die Kristallographen (die an den Kristallziichtungskon-
gressen im allgemeinen nicht teilnehmen) CGber neue
Erkenntnisse und Entwicklungen im Bereich des Kiristall-
wachstums und der Kristallziichtung zu informieren. Auf den
Kristallographiekongressen in Seattle (1996) und Glasgow
(1999) wurden je drei Mikrosymposien von Mitgliedern der
Commission vorbereitet und durchgefihrt.

Zu den Aufgaben der Commission gehort auch die Beflirwor-
tung finanzieller Unterstiitzung von Tagungen und Symposien
im Bereich der Kristallziichtung und Kristallcharakterisierung
durch die IUCr. Dies geschieht jeweils durch ein Empfehlungs-
schreiben der Commission, (“supporting letter”), das den
Unterstitzungsantrag des jeweiligen Veranstalters begleitet.
Insgesamt wurden im Zeitraum 1983 - 1999 fur funf Veran-
staltungen - unter diesen fir die 6. Internat. Conference on
Crystallization of Biological Macromolecules (ICCBM-6) in
Japan 1995, die ISSCG-10 (Rimini 1999) und den ICCG-12
(Jerusalem 1999) - IUCr Young Scientist Sponsorships
gewlhrt.

Der Commission Chairman ist Reprasentant der IUCr bei der
International Organisation of Crystal Growth (IOCG) und nimmt
an deren Geschaftsitzungen teil.

In diesem Jahr wurden der Chairman und die Mitglieder der
IUCr Commissison on Crystal Growth and Characterization of
Materials flur das Triennium 1999 - 2002 gewahlt und vom
IUCr Executive Committee in einer Geschaftssitzung
wahrend des /UCr International Crystallography Congress (4.-
13. August 1999) in Glasgow bestatigt. Die neuen bzw. z.T.
wiedergewéhlten Mitglieder sind: Chairman Roberto Fornari
(Italien), David Bliss (USA), Roger Davey (UK), Thierry Duffar
(France), Naiben Ming (China), Tadashi Ohachi (Japan), Peter
Rudelph (Deutschland), Igor Smolsky (Russland), Elias Vlieg
(Niederlande). Der Berichterstatter und frihere Chairman wird
der Commission als Berater weiterhin zur Verfligung stehen.
Die neue Commission wird die Tradition der Ausrichtung
Internationalen Schulen fortsetzen. Derzeit ist eine Schule in
Agypten im Gesprach.

H. Klapper

T B L - Kelpin
Dr. Gerd Lamprecht
vormals Kristallhandel Kelpin

Unser Lieferprogramm:

Einkristalle fiir Forschung und Industrie:

Metalle, Legierungen, Halbleiter, Verbindungen, Oxide, Halogenide

Optik: Fenster, Linsen, Prismen, Stibe, Halbzeuge (blanks)

Substrate, Wafer und Rohkristalle (boules)

Hochreine Ausgangsmaterialien, Seltene Erden, Sputtertargets

Priparation, Hochgenaue Orientierungen, Herstellen von Legierungen.

TBL - Kelpin
Lehninger Str. 10-12 - D-75242 Neuhausen
Tel.07234/1007 - Fax 072 34/57 16
e-mail: TBL.Lamprecht @t-online.de
http://www.tbl-kelpin.de
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International School on Crystal Growth and
Advanced Materials in Brazil
July 18 - 23, 1999 in Campinas/Brasilien

Einer nun schon alten Tradition folgend, flihrte die ,Commis-
sion on Crystal Growth and Characterization of Materials of the
International Union of Crystallography (IUCr* in diesem Jahr
wieder eine Internationale Schule fir Kristallziichtung durch.
Die letzte Veranstaltung dieser Art hatte 1995 in Madras
(Indien) stattgefunden (s. DGKK MB Nr. 62, 1995, S. 23). Die
Kommission folgt dabei dem Prinzip, diese Schulen vorrangig
in sich entwickelnde Regionen zu vergeben und die Kosten flr
die Studenten moglichst gering zu halten. Letzteres geschieht
durch die - geographisch bedingt - relativ geringen Reiseko-
sten der Teilnehmer aus dem Gastgeberland und seinen
Nachbarn, und durch die Ubereinkunft, daB alle Lehrer die
Kosten ihrer Reise zum Schulort aus eigenen Quellen
finanzieren. Zudem lernen die Dozenten die Institute und
Labors des Gastgebers kennen. Dadurch werden die
Fachdiskussionen zusatzlich angeregt und intensiviert.

Bild 11: Dar Organisationskomitee v. I. n. r.: P. Rudoiph, R.
Fornari, K. Balzuweit, A. C. Hernando, S. Baldochi, H.
Klapper, R. Caram, T. Nishinaga

Die Idee, eine IUCr-Schule fir Kristalizlichtung im slidameri-
kanischen Raum durchzufiihren, entstand bereits im AnschluB
an die letzte Schule in Madras. Klare Konturen nahm sie aber
erst im Sommer 1998 auf der ICCG-12 in Jerusalem an, als
sich Herr Prof. Rubens Caram (Universitdt Campinas, 120 km
nordwestlich von Sac Paulo) und Frau Dr. Sonia Baldochi
(Universitdt Sao Paulo) bereit erklarten, die Vorbereitung und
Durchfiihrung einer solchen Schule in ihre Hande zu nehmen.
Tatséchlich erwies sich Brasilien als ein auBerst gunstiger Ort.
Seit 1993, dem Grindungsjahr der Brasilianischen Gesell-
schaft fir Kristallzichtung (Sociedade Brasileira de Cresci-
mento de Cristais - SBCC), wurden bereits einige nationale
Schulen auf diesem Gebiet durchgefiihrt, um die noch junge
Kristallzichtergemeinde weiter aufzubauen. Von der hier
beschriebenen Internationalen  Schule sollten junge
Wissenschaftler aus Brasilien und seinen Nachbarldndern
angesprochen werden. Es wurden ca. 80 Teilnehmer
registriert, die Uberwiegend aus den materialwissenschaftli-
chen ,Hochburgen® Brasiliens (Sao Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte und der gastgebenden Universitét
Campinas), aber auch aus Argentinien und Uruguay kamen.

Fur das Vorlesungsprogramm konnten 6 internationale und 6
brasilianische Lehrer gewonnen werden. Die Schule wurde mit
einer gelungenen BegriiBungsveranstaltung zum gegenseiti-
gen Kennenlernen der Schulungsteilnehmer am Sonntag, dem
18. 07. erdfinet. Die ersten Vorlesungen am darauf

folgenden Montag waren den Grundlagen des Kristallwachs-
tums gewidmet: Thermodynamic Fundamentals (P. Ru-
dolph/Deutschland), Course of Thermal Analysis (S.
Gama/Brasilien), Cellular and Dendritic Growth (O. Mesqui-
ta/Brasilien) und Interface Kinetics (P. Rudolph). Am Dienstag
wurden methodische Vorlesungen zu Kristaliziichtungsverfah-
ren von R. Fornari/ltalien (Growth of Compound Semiconduc-
fors), T. Fukuda/Japan (Oxide Crystal Growth), H. Kiap-
pet/Deutschland (Solution Growth) und zur Transmission
Electron Microscopy (D. Ugarte/Brasilien) gehalten. Der
Mittwoch wurde mit einer Ubersichtsvorlesung von F.
Dupret/Belgien zur numerischen Modellierung des Kiristall-
wachstums begonnen. Weiterhin referieten E.D. Zanot-
to/Brasilien zur Kinetik der Glassbildung und K. Balzu-
weit/Brasilien zur Zichtung von Proteinkristallen. T. Fukuda
gab einen Uberblick (iber zukiinftige Kristallziichtungsschwer-
punkte (Crystal Growth for New Future Functional Devices).

Bild 12: Tagungsteilnehmer wahrend der Vorlesungen

Von einigen nichi-brasilianischen Lehrern wurde der
Mittwochnachmittag dazu genutzt, Kristallziichtungs- und
Epitaxielabore der Staatlichen Universitat in Sao Paulo zu
besuchen. Sie wurden dabei von Frau Dr. S. Baldochi
begleitet, die u.a. ihr Ziichtungslabor mit dem Schwerpunkt
Laserkristalle (LICAF, LISAF, BaLiFs, eine neue kommerzielle
Labor-Czochraiskianlage, Bridgmananlage, Zonenreinigungs-
apparatur) vorstelite. Auch wurde eines der filhrenden MBE
Labore Brasiliens an der physikalischen Fakuitat (Epitaxie von
Quantenstrukturen und Quantendots) besucht. Insgesamt
erwies sich dieser Besuch im groBzligig und modemn
angelegten Campus der Universitat Sao Paulo als sehr
informativ. und gab einen Einblick in den beachtlichen Stand
der brasilianischen Physik und Materialwissenschaft.

Einen ahnliche guten Eindruck gewann man auch bei den
Laborbesichtigungen am Schulungsort, der Universitat
Campinas. So beschaftigt sich die Gruppe von Prof. R. Caram
mit der Kristallisation eutektischer Strukturen, die fiir modeme
Kompositwerkstoffe von zunehmender Bedeutung sind. Hierfir
stehen mehrere Labor-Zichtungsanlagen (Bridgmandfen,
Spiegelzonenofen etc.) zur Verfligung. Eine kleine kommer-
zielle LEC-Anlage fir die Ziichtung von [lI-V-Kristallen kleiner
Durchmesser und das Device Research Laboratory (mit einer
MOCVD-Apparatur) wurde von Prof. M. De Carvalho aus der
Sektion Physik der Campinas Universitat vorgestellt. Dort wird
zur Zeit das spekiakuldre Phanomen der Bildung von
geordnenten Strukturen in superdinnen Schichten ternarer IlI-
V-Halbleiter, wie z.B. (Ga,In)P untersucht (siehe hierzu z.B.
MRS Bulletin, Vol. 22, July 1897).

Am Donnerstag wurden drei Vorlesungen gehalten (T.
Nishinaga/Japan: Elementary Growth Process of MBE, H.
Klapper: Defect Characterization and X-Ray Topography, R.
Fornari: Vapour Phase Epitaxy of GaN for Blue LEDs and
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Lasers). Am Nachmittag fand eine Postersitzung statt, auf der
die Schulungsteilnehmer inre Forschungsfelder vorstellten -
ein gelungener Uberblick tber den breitgefacherten Stand der
Materialforschung, Kristallzlichtung und Kristallcharakterisie-
rung in Brasilien,

Da der Freitag vormittag fir einen Kurs zur optischen
Mikroskopie (in Brasilianisch) vorgesehen war, nuizten die
Lehrer und weitere Schulungsgaste ein duBerst interessantes
Parallelangebot: Fiihrungen durch das National Synchrotron
Light Laboratory und National Laboratory of Electron
Microscopy in der Néhe der Campinas Universitdt. Beide
Einrichtungen werden vom Brasilianischen Ministerium fiir
Wissenschaft und Technologie geférdert und sind mit
modernsten Gerédten ausgeristet (z.B. ein 1.37 GeV
Elektronenspeicherring als Synchrotronguelle). Sie stehen
nicht nur den nationalen Forscherteams, sondem auch
Experimentatoren aus allen Teilen der Welt (kostenlos!) zur
Verfigung. In diesem Zusammenhang sei auf einen
Ubersichtsartikel von Professor J. R. Leite (Sao Paulo) im
Journal 1lI-Vs Review, Vol. 11, No. 5 (1998), S. 40 verwiesen,
in dem die beachflichen und international anerkannten
Forschungen Brasiliens auf dem Gebiet der Halbleiterphysik
und Halbleiterziichtung dargestellt werden.

e R T T S T T T T T :

Bild 13: Schulungsteilnehmer Wahrend einer Mittagspau-
se im Campus der Campinas-Universitat

Die Kristallziichtungsschulung schlo3 am Freitag nachmittag
mit den Vorlesungen von N. G. Costa/Brasilien (Atomic Force
Microscopy) und T. Nishinaga (Microchannel Epitaxy). Sie war
durch eine angenehme, familifre Atmosphéare und eine
bezaubernde Gastfreundschaft gekennzeichnet und wird
aufgrund ihres hohen fachlichen Niveaus, der exzellenten
QOrganisation der brasilianischen Veranstalter und die
wiBbegierige Mitarbeit der Studenten als sehr erfolgreich
angesehen. Lehrer und Schiler brachten Ubereinstimmend
zum Ausdruck, daB hiermit ein wertvoller Beitrag fir die
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses Stdameri-
kas geleistet wurde. Wir haben viele neue ,Mitstreiter” in der
groBen internationalen Kristallziichtergemeinschaft kennen-
gelernt und fiir ihre kinftigen Forschungsarbeiten motivieren
konnen.

Helmut Klapper
Peter Rudolph

6. Berichte auslandischer Schwestergesell-
schaften

Groupe Francaise de Croissan-
ce Cristalline GFCC

Im Mittelpunkt der Mai-Ausgabe des franzosischen Mitteilungs-
heftes steht Jahrestagung der GFCC. Ein wichtiger Beratungs-
gegenstand auf der entsprechenden Haupt-versammiung
waren offenbar die in Frankreich diskutierten Uberlegungen zur
engeren Koordination der in verschiedenen Gesellschaften
beheimateten wissenschaftlichen Arbeit zur Materialentwick-
lung. Man ist sich bei der GFCC wohl dariber einig, daB eine
regelrechte Fusion der verschiedenen Materialforschungsge-
sellschaften zu viele Schwierigkeiten aufwerfen wiirde und daB
die Verschiedenenartigkeit der verschiedenen Vereinigungen
zu respektieren ist. Eine Verbesserung der Koordination der
Materialforschung in Frankreich wird aber beflrwortet. Ein
spektakuldres Ergebnis der Diskussionen ber die Zusammen-
legung der Arbeiten auf diesem Gebiet kdnnte eine alle vier
Jahre stattfindende sehr groBe Tagung sein, an der dann fast
alle material-wissenschaftlichen Vereinigungen Frankreichs
beteiligt waren. Eine solche Tagung kénnte erstmalig bereits im
Jahre 2002 abgehalten werden.

Neben diesem Bericht (ber die Uberlegungen zur organisatori-
schen Neustrukturierung enthdlt das franzésische MB
ausfihrliche Berichte zum wissenschaftlichen Programm der
Jahrestagung und wie dort Ublich auch wieder Zusammenfas-
sungen von Dissertationen.

Wie schon ein das Herbstheft der amerikanischen Gesellschaft
AACG enthalt auch das hier ausgewertete franzésische Heft
einen Aufsatz zum Leben und wissenschaftlichen Arbeiten von
Jan Czochralski, der auf eigensténdigen Recherchen des
Verfassers beruht und fiir historisch interessierte Kristallzlichter
sehr lesenswert ist.

Bemerkenswert war flir mich in diesem Heft ferner eine
umfangreiche Auflistung von Industrieunternehmen, die auf
dem Gebiet der Kristallziichtung tatig sind.

F. Ritter

7. Termine

Nachste Treffen der Arbeiiskreise

Arbeitskreis
"Herstellung und Charakterisierung von massiven GaAs-,
InP- und SiC-Kristallen”
Néchstes Treffen voraussichtlich im Marz 2000
Kontakt Giber
Prof. Dr. G. Muller
Kristall-Labor
Institut fiir Werkstoffwissenschaften VI
Universitat Erlangen-Nirnberg
Martensstr. 7
91058 Erlangen
Tel.: 09131-857636
Fax: 09131-858495
E-mail: georgmueller@ww.uni-erlangen.de



Seite 30

dgkk-Mitteilungsblatt 70/November 1999

Arbeitskreis
"Intermetallische Verbindungen”
Nachstes Treffen im Oktober 2000 in Karlsruhe
Kontakt Gber
Dr. Glnter Behr
IFW Dresden
Tel.: 0351-4659404
Fax 4659480
E-Mail: behr@ifw-dresden.de

Arbeitskreis
"Kristalle fiir Laser und Nichtlineare Optik”
Nachstes Treffen im September 2000 in Bonn,
genaue Daten werden im ndchsten Frahjahrsheft bekannige-
geben.

Kontakt (iber

Prof. Dr. Manfred Miihlberg

Institut fir Kristallographie

der Universitat zu Kdin

Zilpicher Str. 49b

D-50674 Koéin

Tel.: 0221/470-4420;

FAX: 0221/470-4963

E-mail: M.Muehlberg @kri.uni-koeln.de

Arbeitskreis
“lI-VI - Halbleiter”
Termin fir nachstes Treffen bei RedaktionsschiuB nicht
bekannt
Kontakt Uber
Dr. German Mller-Vogt
Kristall- und Materiallabor der
Fakultat fir Physik
Kaiserstr. 12
76131 Karlsruhe
Tel.: 0721/608-3470
Fax.: 0721/608-7031
Email:German.Mueller-Vogt@phys.uni-karlsruhe.de

Arbeitskreis
”Epitaxie von lli-V-Halbleitern”
Nachstes Treffen am 8./9. Dezember 1999 am MPI Stuttgart
Bericht dariiber und Bekanntgabe des Folgetermins im
nachsten Frihjahrsheft.

Kontakt Gber

Dr. F. Scholz

Universitat Stuttgart

Email: f.scholz @ physik.uni-stuttgart.de

Anmerkung der Redaktion:

Diese Rubrik gibt es auch in der Internet-Version des
Mitteilungsblatts, zu finden iiber die Homepage der DGKK
oder direkt unter

http://lwww.rz.uni-frankfurt.de/~faritter
Dort finden Sie dann die aktuellen Termine und Informa-
tionen, die bei RedaktionsschiuB dieser Ausgabe des MB
noch nicht bekannt waren.

Tagungen

Spezielle Ankiindigungen

8. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fiir Kristallo-
graphie DGK

Vom 8. bis 16. Marz findet in Aachen die 8. Jahrestagung der
Deutschen Geselischaft fur Kristallographie DGK statt. Fur
Beitragsanmeldungen ist es jetzt zwar etwas spat, der
Anmeldeschluf3 hierfir war der 19.11.99, dennoch ist das
Tagungsprogramm wahrscheinlich fiir viele von uns interes-
sant. Tie Tagungsbeitrdge sind:

Mitglieder der DGK: 120 DM (140) DM

Nichtmitglieder 160 DM (180 DM)

Studierende 60 DM (70 DM)

Begleitpersonen 30 DM (35 DM)
Preise in Klammern flr Zahlungen nach dem 1. Januar 2000.

Wegen des Programms hier ein Auszug aus dem 1. Zirkular:

Die Themenbereiche orientieren sich weitgehend an der
Ausrichtung der Arbeitskreise der DGK:

Biologische Strukturen

Hochdruckkristallographie

Elektronenmikroskopie

Nichtkristalline und partiellkristalline Struktu-

ren

Y.-hstallphysik

Molekiilverbindungen

Neutronenstreuung

Synchrotronstrahlung

Theoretische Kristallographie

Mikroskopie

Hechauflés. Réntgen-Diffraktom., -

Reflektom. und -Topographie

12:  NI'vM-Spekiroskopie

13 Pulverdiffraktometrie

14:  Computational Crystallography

15:  Nfineralogische und Technische Kristallo-
graphie

16:  Aperiodische Kristalle

17:  Anorganische Kristallsimkturen und Kristall-
chemie

18:  Phasenumwandlungen

19:  Oberflachen, Grenzflachen, Schichtsysteme

20:  Fehlordnung und Realstrukiur

21:  Sonstige Themen (bitte angeben)

e 0TI GOy ks 1D I =

-

Alle wichtigen Tagungsinformationen, Anmeldeformulare
Informationen ber Hotelunterbringung etc. sind bequem Gber
die Tagungshomepage

http://dgk2000.rwth-aachen.de
zu erhalten
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Internationale Kristallziichtertagung ICCG-13 in Kyoto

e

~__.__.../C.../

G-l /1

CYVGE11

Internatnoml Conference on Crystal Growth -13
in Conjunction with Vapoer Growth and Epitaxy -11

Doshisha University Campus
Kyoto, japan

IMPORTANT DATES in 2001

15 January
Notification of accepted abstructs by 28 Febma!‘}'

Abstract to be received by

Proccedings manuscripts 1o be received by - 30 April
[CCG 13/ ICVGE-11 29 July - 3 August

School on Crysizl Growth

sSCG 11 23+ 28 July

http:// iccg.doshisha.?

Tagungskalender

4 - 8 October 1999

European GaAs and Related l1l-V Compounds Application
Symposium (GAAS ) in Munich, Germany

Contact: H. Hartnagel

Technische Hochschule Darmstadt

Tel: +6151 162162

Fax: + 6151 164367

e-mail: hfmwe001 @ hrz.tu-darmstadt.de

25 - 29 October 1999
Third Int. Symp. on Control of Semiconductor Interfaces
Karuizawa, Japan

Contact: T. Katoda, Dpt. Electronic and Photonic System Eng.

Kochi Univ. Tech.

Tosayamada, Kochi 782-0003, Japan
Tel: 0081+887531010

Fax: 0081+887572120

e-mail: katouda @ete kochi-tech.ac.jp

27 - 30 October 1999

European Conf. on Advanced Materials and Processes
Munich, Germany, EUROMAT Congress Office, c/o
Deutsche Gesellschaft fir Materialkunde,

Hamburger Allee 26, D-60486 Frankfurt, Germany
Tel: +69 7917750

Fax: +69 7917733

1 -5 November 1999

Int. Conference on |I-VI Compounds (lI-V] "99)
in Kyoto, Japan

Contact: Prof. 8. Fujita

Kyoto University

Tel: 0081+75753 5364

Fax: 0081+75753 5898

fujitasz @kuee.kyoto-u.ac.jp

29 November - 3 December 1999

MRS Fall Meeting in Boston, USA,

MA. Materials Research Society,

506 Keystone Drive, Warrendale, PA 15086-7573
Fax: +724 7798313

hitp://www.mrs.org

24 January - 4 February 2000

int. School on Crystal Growth Methods and
Processes in Chennai/Madras, India
Topics:

-Crystal growth, properties and applications
-Theoretical and experimental aspects
-Characterization

-Device fabrication

Application date: October 30, 1999
Contact: P. Ramasamy

Crystal Growth Centre of Anna University
Chennai 800 025, India

E-mail: pramasamy @annauniv.edu

28 February - 1 March 2000

Compound Semiconductor Qutiook 2000

Contact: Ch. Jones, Gorham/Intertech Consulting,
PO box 250, Gorham, ME 04038, USA

E-mail: gorham @ goradv.com

13 - 16 March 2000

8. Jahrestagung der Deutschen Geselischaft
fur Kristallographie (DGK) in Aachen
Abstracts November 11, 1999
http://dgk2000.rwth-aachen.de
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22 - 23 March 2000

DGKK Jahrestagung in Erlangen

Contact: G. Muller

Inst. f. Werkstoffwiss. VI

Univ. Erlangen-Nlrnberg, Martensstr. 7
91058 Erlangen

E-mail: georgmueller@ww.uni-erlangen.de

24 - 28 April 2000

MRS Spring Meeting in San Francisco, USA
MRS, 506 Keystone Drive, Warrendale,

PA 15086-7573, USA

WWW.mrs.org

May 2000

12" Chinese Conference on Crystal Growth

and Materials in Shanghai, P. R. China
Abstracts November 30, 1999

Contact: Shiji Fan

Shanghai Inst. of Ceramics, Chinese Acad. Sci.
1295 Dingxi Road, Shanghai 200050, P.R. China
E-mail: crystal @ sunm.shenc.ac.cn

1 - 4 May 2000

GaAs Manufactoring Technology (GaAs MANTECH)
in Washington, DC, USA, Omni Shoreham Hotel
http://www.gaasmantech.org

14 - 18 May 2000

12" Int. Conf. on Indium Phosphide and Related Mat.
(IPRM) in Colonial Williamsburg, VA, USA

Abstracts December 10, 1999
http://www.ieee.org/society/lecs

30 May - 4 June

Centrifugal Materials Processing IV

in Potsdam, NY, USA

Contact: L. Regel, Clarkson Univ. of Potsdam
NY 13699-5814, USA

E-mail: regel @clarkson.edu

4 - 7 June 2000

17" Conference of Crystal Growth and Epitaxy

of AACG (West) at Stanford Sierra Camp California
Abstracts December 01, 1999

Contact: A. Clawson

U.C. San Diego, ECE Dept.

E-mail: clawson@ece.ucsd.edu

5 - 9 June 2000

10" Int. Cont. on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
(ICMOVPE-X) at Hokkaido Univ., Sapporo, Japan
Abstacts January 14, 2000
hitp://www2u.biglobe.ne.jp/~icmovpe

13 - 15 June 2000

International Space Station Forum 2000

in Berlin

(first global utilisation conference)
www_estec.esa.int/ISSForum2000

3 -7 July 2000

11" Int. Semiconducting and Insulating Materials
(SIMC-X1 2000) in Canberra, Australia

Abstract January 17, 2000

Contact: Ch. Jagadish

The Australian National University, Res. School of
Phys. Sci. And Engin., Canberra, ACT 0200, Australia
E-mail: simc2000 @ anu.edu.au

16 - 22 July 2000

6" Int. Congress on Applied Mineralogy (ICAM 2000)

in Goéttingen und Hannover

among others: advanced materials (biomaterials, semicon-
ductors,

superconductors, sensor materials, single crystal growth)
Contact: R.B. Heimann

ICAM 2000 Office, BGR/NLfB, P.O. Box 510153,

30631 Hannover, germany

E-mail: ICAM2000@ bgr.de

13 - 18 August 2000

Twelfth American Conference on Crystal Growth
(ACCGE-12), Growth and Epitaxy

at Vail Marriott Mountain Resort, Colorado
Abstacts: March 15, 2000

Contact T. Gentile, P.O. Box 3233

Thousand Oaks, CA 91359-0233 USA

E-mail: aacg@lafn.org

21 - 25 August 2000

Special Symposium on Computational Mechanics
for Electronic Devices/Components (ICES'2K)

in Atlanta/USA

(including flow, thermal stress and dislocation
analysis of crystal growth processes and
simulation of thin film deposition)

Abstracts: October 25, 1999

Contact: N. Miyazaki

Dpt. Mat. Process Eng. of Kyushu University
Fukuoka 812-8581, Japan

E-mail: miyazaki@apex.chem-eng.kyushu-u.ac.jp

22 - 29 August 2000

Int. School on Crystal Growth Technology 2 (ISCGT-2)
in Zao (near Sendai), Japan

growth methods, bulk and epitaxial growth, kinetics,
simulation, surface and interface, crystal machining,
industrial crystallization

10 - 15 September 2000

Conf. on Laser and Electro-Optics/ Europe and Int.
Quantum Electronics Conf. (CLEQ/E -IQEC) in Nice, F
Section Inorg. Opt. Mat., chaired by K. Petermann
Inst. Laser Phys., Univ. Hamburg, Jungiusstr. 9a
20355 Hamburg, Germany

E-mail: petermann@ physnet.uni-hamburg.de

10 - 15 September 2000

First Int. Symposium on Microgravity Research
and Applications in Physical Science and
Biotechnology in Sorrento/ltaly

(including heat and mass transport and
crystallization of inorganic and biological
materials)

Abstracts: January 31, 2000

Contact: O. Minster

ESA/ESTEC, 2200 AG Noordwijk, The Netherlands
P.O. Box 299

E-mail: confburo@estec.esa.nl
www.estec.esa.int/CONFANNOUN/

17 - 22 September 2000

28" IEEE Photovoitaic Specialists Conference in
Anchorage, Alaska, USA

Contact: A. Rohatgi

Georgia Tech. School of ECE, Atlanta, GA 30332
E-mail: ajeet.rohatgi@ece.gatech.edu
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18 - 29 September 2000

School on Crystal Growth (Von den physik.Grundlagen des
Kristallwachstums zum maBgeschneiderten Werkstoff)

of IKZ Berlin

Contact: T. Boeck

Institut f. Kristallziichtung. Max-Born-Str. 2

12489 Berlin, Germany

E-mail: boeck@ikz-berlin.de

18 - 20 October 2000

3 International Workshop on Modeling in
Crystal Growth in Stony Brook, New York, USA
Abstracts April 15, 2000

Contact: J. Derby

Dept. Chem. Engin. and Mat. Sci.

Univ. of Minnesota, 421 Washington Ave.,

MN 55455-0132, USA

E-mail: derby @tc.umn.edu

9. Personalien

Neumitglieder

Wiedemann, Bernhard, Dipl.-Physiker

Institut fir Kernphysik

August Euler Str. 6

D-60486 Frankfurt am Main

Tel: 069 798 24219 Mitgliedsnummer: 782 M
Fax 069 798 24212 Eintrittsdatum: 16/11/98
E-Mail: wiedemann @ikf.uni-frankfurt.de

SSMS

Kerat, Uwe, Dipl-Min.

Kristallographisches Insitut

Albert-Ludwig Universitat Freiburg

Hebelstr. 25

D-79104 Freiburg -

Tel: 0761 203 6455 Mitgliedsnummer: 785 M
Fax 0761 203 6434 Eintrittsdatum: 01/01/99
E-Mail: uwe @krist.uni-freiburg.de

Ziichtung SiGe

S1 |82 |83 |S4 |S5 |S6 [S7 (S8 |S9 |S10

116 | 119 (141 [311 |520 | 550 |560 | 620 | 660

Kaiser, Nathalie, Dipl. Min.

Kristallographisches Insitut

Albert-Ludwig Universitat Freiburg

Hebelstr. 25

D-79104 Freiburg

Tel: 0761 203 6455 Mitgliedsnummer: 786 S
Fax: 0761 203 6434 Eintrittsdatum: 01/01/99
E-Mail: natalie @ sgi3.krist.uni-freiburg.de

S1 |82 |53 |54 |S5 [S6 [S7 [S8 |S8 |S10

110 [ 141 [321 |413 | 750 | 580 [540 |610 | 610

Stenzenberger, Joseph, Dipl-Phys.

Kristallabor

Institut fur Werkstoffwissenschaften 6

Martensstr. 7

D-91058 Erlangen

Tel: 09131 8527722 Mitgliedsnummer: 787 M
Fax Eintrittsdatum: 16/03/99
E-Mail: josef.stenzenberger@ww.uni-erlangen.de
Halbleiter

[s1 [s2 [s3 [s4 [s5 [s6 [s7 [ss8 [se [s10
| keine Angaben

S1 |S2 |s3 |54 |s5 |se [s7 |s8 [s9 |si0

Dittrich, Ulrich, Dipl-Ing.

PVA Vakuum Anlagenbau GmbH

Am Naf3tal 6-8

D-07751 Jena-Maua

Tel: 03641 624916 Mitgliedsnummer: 783 M
Fax 03641 624915 Eintrittsdatum: 01/01/99
E-Mail:  ulrich.dittrich@pva-gmbh.de

Anlagenentwicklung, Si,A3B5, Vakuum

keine Angaben

81 [S2 [s3 [s4 [s5 [s6 [S7 [s8 [sg [si0

Fischer, Bernd, Dipl-Phys.
Kristallabor

Institut fir Werkstoffwissenschaften 6

Martensstr. 7

D-91058 Erlangen

Tel: 09131 761231 Mitgliedsnummer: 788 M
Fax: 09131 8528495 Eintrittsdatum: 16/03/99
E-Mail: bernd.fischer@ww.uni-erlangen.de

Halbleiter, Numerische Simulation

keine Angaben

S1 [s2 [s3 [s4 [s5 [s6 [s7 [s8 [S9 [sio

Joerger, Wolfgang, Dipl-Phys.

Kristallographisches Insitut

Albert-Ludwig Universitat Freiburg

Hebelstr. 25

D-79104 Freiburg

Tel: 0761 203 4793 Mitgliedsnummer: 784 M
Fax 0761 203 6434 Eintrittsdatum: 01/01/99
E-Mail: wjoerger@imf.uni-freiburg.de

CdTe, Ziichtung, Stérstellen

keine Angaben

S1 |S2 (S8 |S4 |S5 |S6 |S7 [S8 |S9 |S10

Dr. Mérsen, Ewald, Physiker
Schott ML
Wilhelm-Theodor-Roemheld Str. 32
D-55130 Mainz

Tel: 06131 8012614
Fax: 06131 8012626
E-Mail: emoe@ml.schott.de
Oxid - Kristailzi}cmung, Kristallcharakterisier ung, Anlagen» und
ProzeBoptimierung

Mitgliedsnummer: 789 M
Eintrittsdatum: 01/06/99

115 |141 [233 | 413 |521 |551 | 660 |641 |621

S1 [S2 [S3 [S4 [S5 [S6 [S7 [S8 [S9 [S10

keine Angaben
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Dr. Wehrhan, Gunther, Dipl-Phys.
Schott Mikrolithographie GmbH
Carl-von Ossietzky Str. 32
D-07749 Jena

Dr. Miller, Wolfram, Dipl-Phys.
Institut fur Kristallziichtung
Rudower Chaussee 6
D-12489 Berlin

Tel: 030 63923074

Fax: 030 63923003
E-Mail: wm@ikz-berlin.de

Mitgliedsnummer: 796 M
Eintrittsdatum: 01/06/99

S1 |52 |83 |84 |85 |56 |[S7 |S8 |83 |S510

850 |840 |860

Wollweber, Jurgen, Dipl-Krist.
Institut fir Kristallziichtung
Rudower Chaussee 6
D-12489 Berlin

Tel: 030 63922843

Fax: 030 63923003
E-Mail: jwoll@ikz-berlin.de
SiC

Mitgliedsnummer: 797 M
Eintrittsdatum: 01/06/99

S1 |82 |S3 |84 (S5 |86 |S7 [S8 [S9 |S10

110 [ 120 | 130 | 213 [211 | 311

Dr. Irmscher, Klaus, Dipl-Phys.

Institut fir Kristallzlichtung

Rudower Chaussee 6

D-12489 Berlin

Tel: 030 63923092 Mitgliedsnummer: 798 M
Fax: 030 63923003 Eintrittsdatum: 01/06/92
E-Mail: irmscher@ikz-berlin.de

Elektrische Charakterisierung, Paramagnetische Elektronenre-
sonanzspektroskopie, Punkidefekte

Tel: 036691 62431 Mitgliedsnummer: 790 M

Fax: 036691 62433 Eintrittsdatum: 01/04/99

E-Mail: whn@ssg.schott.de

Czochralski, LPE Ziichtung, Oxide,Fluoride; Realstruktur

S1 [s2 [s3 [s4 [s5 |se [S7 |ss [S9 [Si0
keine Angaben

Dr Rost, Hans-Joachim, Dipl-Krist.

Institut fir Kristallzlchtung

Rudower Chaussee 6

D-12489 Berlin

Tek 030 63922847 Mitgliedsnummer: 791 M

Fax: 030 63923003 Eintrittsdatum: 01/05/99

E-Mail: rost@ikz-berlin.de

Si, SiC Volumenkristallziichtung, Float Zone Technik,

Sublimationsziichtung

S1 |S2 |53 |54 |S5 |56 [S7 |88 |s9.|S1D

011 [021 [101 [111 | 206 [222 |302 | 324

Wawra, Herbert, Dipl-Krist.

Institut far Kristallziichtung

Rudower Chaussee 6

D-12489 Berlin

Tel: 030 63923050 Mitgliedsnummer: 792 M

Fax: 030 63923003 Eintrittsdatum: 01/05/99

E-Mail: wawra@ikz-berlin.de

Diinne Schichten, Diagnostik, Si,SiGe

51 |82 |83 |S4 |85 |S6 |S7 |88 |S9 |Si10

S1 |82 [S3 |84 [S5 [86 |S7 [S8 [S89 |S10

011 |012 [102 | 243

Dr. Abrosimov, Nikolai, Dipl-Phys.
Institut fiir Kristallziichtung
Rudower Chaussee 6
D-12489 Berlin

Tel: 030 63923010
Fax: 030 63923003 Eintrittsdatum:
E-Mail: abrosimov@ikz-berlin.de

Si, SiGe, Czochralski,FZ

Mitgliedsnummer: 793 M
01/05/99

520 | 700

S1 |82 |83 [S4 [S5 [S6 |S7 |S8 |89

S10

011 |012 [201 |206 |301 [302 [305 |320

Dr. Béttcher, Klaus, Dipl-Phys.
Institut fur Kristallzlichtung
Rudower Chaussee 6
D-12489 Berlin

Tel: 030 63923073

Fax: 0830 63923003
E-Mail: kb@ikz-berlin.de
11-v, 1I-vi, LEC

Eintrittsdatum:

Mitgliedsnummer: 794 M
01/06/99

IMPEX High-Tech

Hovesaatstr. 6

D-48432 Rheine

Tel: 05971981-650 Mitgliedsnummer: 799 K
Fax: 05971981-659 Eintrittsdatum: 01/09/99
E-Mail: sales@impex-hightech.de

Dr.Ing. Wellmann, Peter, Physiker

Institut fiir Werkstoffwissenschaften 6

Tel: 09131-85-27683 Mitgliedsnummer: 800 M
Fax: 09131-85-28495 Eintrittsdatum: 01/09/99
E-Mail: peter.wellmann@ww.uni-erlangen.de

SiC Kristalizichtung (auch dinne Schichten) und Charakteri-
sierung, (spektroskopisch, elektrisch und x-ray)

S1 |S2 |S3 |s4 |85 |s6 |S7 [S8 |s9 |810

129 135 | 311 |312 [231 |232 |712 | 735 [811 | 670
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022 |023 [202 |221 |250 | 840 |850

Rehse, Uwe, Dipl-Phys.
Institut fir Kristallzlichtung
Rudower Chaussee 6
D-12489 Berlin

Tel: 030 63923070
Fax: 030 63923003
E-Mail: ur@ikz-berlin.de

Eintrittsdatum:

Mitgliedsnummer: 795 M
01/06/99

Dr. Mueller, Armin, Chemiker
Bayer Solar GmbH

Am Junger Loewe Schacht 10
D-09599 Freiberg

Tel: 03731301325 Mitgliedsnummer: 801 M
Fax: 03731301240 Eintrittsdatum: 01/11/99
E-Mail:
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Steremat Elektrowarme GmbH Hittinger-Elektronik GmMbH.....c.ccccciverrninnecssinsninnn 14
Bouchestr. 12 Der Spezialist fur Induktionserwarmung und
D-12435 Berlin Plasmatechnologie
Tel: 030533271-10 Mitgliedsnummer: 802 K
Fax: 030533271-88 Eintrittsdatum: 01/01/00 Engelhard.................. SRSl
E-Mail: steremat@aol.com Als Edelmetallspemallst mit seinen Laborgeraten eine
seit langem bekannte Adresse fiir die Kristalizlichter
Die Inserenten dieses Hefts Steremat Elektrowarme GmbH.....c.ccomrereeciceincnnns 20
Steremat-Anlagen zur Induktionserwarmung und Kristall-
ziichtung, vielen Kristallzichtern seit Jahren vertraut
i Cyberstar.... s ar s
Gero Hothr:er:npergttg;)febn GI:‘I::DHn - Seit langem bekannt ais Hersteller hochentwwkelter
e S S B i Kristallziichtungsanlagen
der Kristallziichtung
DD M- TOOH. i s isisssssacessisbissoniianiiosisiine 5 TRER D o ot

Der Anbieter fir Laserkristalle, Kristalloptiken sowie
andere Kristalle und High-Tech-Materialien

Struers GmbH.... oo aannnang:
Der Spezialist flr die Probenpraparation,
jetzt mit einer neuen Prazisionssage fur Kristalle

Die Material-Technologie und Kristalle GmbH
Kompetenz in Kristallherstellung und —Praparation

Der Nachfolger des Knsiallhande¥ Kelpm mehr als 25
Jahre Erfahrung in Kristall-Handel und Technologie

Linn High Therm GmbH............ Umschlagseite, S.40
Aktuelles Highlight des Herstellers von Ofen fir das Labor:
Uberdruckofen fiir 100 bar bei 1800°C und Sauerstoff
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9. Register bereits erschienener Artikel

Beschreibung von Kristallzlichtungsstandorien

Titel MB-Nr.
Berlin, Kristallzlichtung am Hahn-Meitner-Institut 55
Berlin, Institut fir Kristallziichtung (IKZ) 56
Braunschweig, Forschung zum Kristallwachstum seitens der ansdssigen Institute 42
Dresden, Kristallziichtung und Kristallwachstum am ZFW (bis 1990) 54
Erlangen-Nurnberg, Kristallabor am Lehrstuhl f. Werkstoffe der Elektrotechnik der Univ. 60
Frankfurt am Main, Kristall- und Mat.-Labor am Physikalischen Institut der Universitat 50
Freiburg, Forschungsschwerp. "Kristallz. unter Red. Schwerkraftbedingungen” (KURS) 53
Freiburg, Fraunhofer Institut fir Solare Energiesysteme 47
Freiburger Materialforschungszentrum (FMF) 61
GieBen, Kristallziichtung am |. Physikalischen Institut der Universitat 52
Karlsruhe, Kristall- und Materiallabor der Fakultét fir Physik an der Universitat 46
Kristallziichtung in Polen (engl.) 64
Kristallziichtung in Std-Korea 66
Schulen, Projekt zur Kristallziichtung in Berlin 51
Schulen, Projekt zur Kristallzlichtung in Bochum 47
Schulen, Projekt zur Kristallzlichtung in Hannover 46
Zichtungsverfahren, Ziichtungsprojekte
Titel MB-Nr.
Fliissigphasenelektroepitaxie 55
Kristallziichtung flir die Photovoltaik 59
Gedanken zu Gegenwart und Zukunft der Photovoltaik 68
Kristallziichtung mit der Skull-Schmelz-Technik 67
Kristallzlichtung unter reduzierten Schwerkraftbedingungen 49
Liquid Encapsulated Cz.-Grown Semi-Insulating GaAs, Quality Status 54
Lithium-Niobat, Herstellung groBer Einkristalle 42
Optical Heating for Zone Methods 65
VCz-eine Technologie zum Ziehen defektarmer GaAs- und anderer I1I-V-Kristalle mit groBem Durchmesser 69
Vertical Bridgman and Gradient Freece Growth of llI-V-Compound Semiconductors 53
Charakterisierung, mikroskopische Untersuchungen, Grundiagen
Titel MB-Nr.
Characterization of Crystal Defects 56
ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), X-Ray Diffraction Topography 60
ESRF (Kurzinformation) 62
Kristalldefekte und ihre Rolle in elektronischen Bauelementen 46
Lichtmikroskopie fir die Kristallziichtung -Kontrastverfahren und Spannungsoptik- 63
Marangoni-Effekte 37
Rasterkraftmikroskopische in-situ Kristallisationsuntersuchungen an der TU-Braunschw. 65
Technisches
Titel MB-Nr.
Edelmetalle als Tiegelmaterial 49
Thyristorsteller zum Betreiben von Kristallziichtungséfen, Probleme bei induktiver Last 52

Historisches

Titel MB-Nr.
Einkristallziichtung vor 35 Jahren: Herstellung von GaAs mit dem Gremmelmeier-Verf. 8
Kristalizlichtung in der DDR 51
Kristalizichtung unter Obhut der Arbeitsgruppe "Kristallisation” der VK (DDR) 63
Iwan N. Stranski 66
The Various Institutions of Crystal Growth (How did they all start?) 44
Walter Schottky, Anmerkungen zum 100. Geburistag 44
Forschungsorganisation, Politik
Titel MB-Nr.
DFG-Schwerpunktprogramm "Kristallkeimbildung und -wachstum ...” (1988-93) 62

Féchertbergreifende Arbeitsgemeinschaft Halbleiterforschung Leipzig 64
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Betr.: Verwendung der personlichen Daten im Internet
T Ich bin damit einverstanden, dal3 meine persdnlichen Daten vollstandig (sh. Mitgliedsverzeichnis) im Rahmen der DGKK Homepage
verbifentlicht werden.
T Ich méchte, dafB nur mein Namen im Rahmen der DGKK Homepage verdffentlicht wird,
I Ich winsche nicht, daB meine Daten im Rahmen der DGKK Homepage veréffentlicht werden,
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VORSPRUNG DURCH
MODERNSTE TECHNIK

Hochdruckofen

Rubistar

FKH-100x100/170/1820-10

Fir Edelsteinwarmbehandlung,
Sonderkeramiken usw.

Fur Betrieb an Luft und Schutzgas mit
erhéhtem Sauerstoffdruck. 10/100 bar
Uberdruck. Max. Temperatur 1820 °C.
Nutzraum max. 1,5 |. Betrieb an Argon
und Stickstoff mit reduzierter
Temperatur.

Wasserstoff bis 5 % mdglich.

Keine Wasserkthlung.

Hochtemperaturdfen
HT 1400 G Vac 3-zonig

Fuar alle Erwarmungsprozesse. Vakuum- und
schutzgasdicht. Kammervolumen 4 —52,5 |, optional
200 |. Temperaturbereich 1400 —1900 °C (2800 °C).
Vakuum 102 mbar. Kurze Aufheiz- und Abklhlzeiten.
Keramikfaser- oder Graphitfilzisolierung.

Sonderanlagen

4-Kammer-Laborofen

fur Warmebehandlung, z.B.
thermischen Atzen, Tempern,
Diffundieren. Fir Halbleiter und
Mikrostrukturtechnik.
Schutzgasbetrieb.

2 Rechteckkammern, Inconel

2 zylindrische Kammern, Quarz.
Fur hochstreine Prozesse.
Reinraumbetrieb.

Tmax 1050 °C.

Rohrofen

Mikrowellen Hybridofen

MKST-2,45/64

zum Erwarmen / Entbindern.

6.4 kW Mikrowellenleistung.
Suszeptorheizung. Anzahl der
Suszeptoren variabel. HeiBBluft-
geblase 10 KW mit
Vorwahltemperatur; max. 550 °C.
Umluftgeblase im Heizraum.

fiir Kristaliziehprozesse.

o

nach
Kundenspezifikationen!

L—quh Therrm—

/B
R

ISO 9001

Verfahrbar: 2 —-200 mm/h.

Ein- oder mehrzonig.

Temperaturbereich - 1750 °C. 100 % Faserisolierung.
Verschiedene GerategrofBen.

Heinrich-Hertz-Platz 1
D-92275 Eschenfelden
Tel. 096 65-9140-0
Fax 096 65-17 20

Internet: hitp://www.linn.de
e-mail: info@Ilinn.de




